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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配された複数のメモリセ
ルからなり、第１のフレームの画像信号を記憶する第１のフレームメモリ部と、
　それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配された複数のメモリセ
ルからなり、第２のフレームの画像信号を記憶する第２のフレームメモリ部とを備え、
　上記第１のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部は上記ビット線が延び
る方向である行方向に連続して形成され、
　上記第１のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部では、１つのビット線
上で、活性化された複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電
荷の結合が可能とされ、
　上記第１のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部は、それぞれのビット
線に接続される複数のメモリセルが所定数のワード線に接続される所定数のメモリセル毎
のユニットに分割され、該分割された各ユニットにそれぞれ１個の画素データが記憶され
、１つの画素データがＮビット（Ｎは正の整数）のデータであるとき、該１つの画素デー
タに係るワード線はＮ本であり、上記Ｎ本のワード線に接続されたＮ個のメモリセルのキ
ャパシタは、上記Ｎビットのデータの各ビットの重みに対応した容量を持ち、
　上記第１のフレームメモリ部の上記各ユニットには、それぞれ上記第１のフレームの画
像信号を構成する画素データがストレートバイナリの形式で記憶され、上記第２のフレー
ムメモリ部の上記各ユニットには、それぞれ上記第２のフレームの画像信号を構成する画
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素データが２の補数の形式で記憶され、
　上記第１のフレームメモリ部の所定データに係る複数のワード線および上記第２のフレ
ームメモリ部の所定データに係る複数のワード線を同時に活性化する活性化手段と、
　複数のビット線のうちいずれか１つのビット線を選択するビット線選択手段と、
　上記ビット線選択手段で選択されたビット線上に得られた電荷総量に対応した値のデジ
タル信号を出力する信号出力手段とをさらに備える
　ことを特徴とするメモリ装置。
【請求項２】
　上記活性化手段で活性化されるワード線に対応して上記第１のフレームメモリ部および
上記第２のフレームメモリ部にそれぞれ記憶されている１ライン分の画素データを待避し
ておく待避手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１に記載のメモリ装置。
【請求項３】
　上記第１のフレームメモリ部または上記第２のフレームメモリ部に記憶されている画素
データの記憶位置を列方向に移動する記憶位置移動手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１に記載のメモリ装置。
【請求項４】
　それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配された複数のメモリセ
ルからなるメモリ部を備え、
　上記メモリ部では、１つのビット線上で、活性化された複数のワード線に接続された複
数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷の結合が可能とされ、
　上記メモリ部は、それぞれのビット線に接続される複数のメモリセルが、所定数のワー
ド線に接続される所定数のメモリセル毎のユニットに分割され、該分割された各ユニット
にそれぞれ１個のデータが記憶され、１つのデータがＮビット（Ｎは正の整数）のデータ
であるとき、該１つのデータに係るワード線はＮ本であり、上記Ｎ本のワード線に接続さ
れたＮ個のメモリセルのキャパシタは、上記Ｎビットのデータの各ビットの重みに対応し
た容量を持ち、
　複数のデータに係るワード線を同時に活性化する活性化手段と、
　複数のビット線のうちいずれか１つのビット線を選択するビット線選択手段と、
　上記ビット線選択手段で選択されたビット線上に得られた電荷総量に対応した値のデジ
タル信号を出力する信号出力手段とをさらに備える
　ことを特徴とするメモリ装置。
【請求項５】
　上記メモリ部は、上記ビット線が延びる方向である行方向には１フレームの複数の画素
位置にそれぞれ対応した複数のユニットを有し、上記ワード線が延びる方向である列方向
には探索位置にそれぞれ対応した複数のユニットを有し、
　上記メモリ部の各行の複数のユニットには、それぞれ対応する参照フレームの画素位置
の画素データと探索フレームの複数の探索位置の画素データとの差分絶対値のデータが記
憶され、
　上記活性化手段は、上記参照フレームの参照ブロックを構成する各画素の画素位置に対
応するユニットに係るワード線を同時に活性化する
　ことを特徴とする請求項４に記載のメモリ装置。
【請求項６】
　参照フレームの画像信号および探索フレームの画像信号を用い、上記参照フレームの各
画素毎に、その画素データと上記探索フレームの複数の探索位置の画素データとの差分絶
対値を生成する差分絶対値生成手段と、
　上記差分絶対値生成手段で生成された差分絶対値を用いて、上記参照フレームの各参照
ブロック毎に、該参照ブロックと該参照ブロックに対応した上記探索フレームの探索範囲
内の複数の候補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を生成する差分絶対値和生成手
段と、
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　上記参照フレームの各参照ブロック毎に、上記差分絶対値和生成手段で生成された複数
の差分絶対値和に基づいて、上記参照ブロックに対応した動きベクトルを検出する動きベ
クトル検出手段と
　を備え、
　上記差分絶対値生成手段は、
　　それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配された複数のメモリ
セルからなり、上記参照フレームの画像信号を記憶する第１のフレームメモリ部と、
　　それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配された複数のメモリ
セルからなり、上記探索フレームの画像信号を記憶する第２のフレームメモリ部とを備え
、
　　上記第１のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部は上記ビット線が延
びる方向である行方向に連続して形成され、
　　上記第１のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部では、１つのビット
線上で、活性化された複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積
電荷の結合が可能とされ、
　　上記第１のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部は、それぞれのビッ
ト線に接続される複数のメモリセルが、所定数のワード線に接続される所定数のメモリセ
ル毎のユニットに分割され、該分割された各ユニットにそれぞれ１個の画素データが記憶
され、１つの画素データがＮビット（Ｎは正の整数）のデータであるとき、該１つの画素
データに係るワード線はＮ本であり、上記Ｎ本のワード線に接続されたＮ個のメモリセル
のキャパシタは、上記Ｎビットのデータの各ビットの重みに対応した容量を持ち、
　　上記第１のフレームメモリ部の上記各ユニットには、それぞれ上記参照フレームの画
像信号を構成する画素データがストレートバイナリの形式で記憶され、上記第２のフレー
ムメモリ部の上記各ユニットには、それぞれ上記探索フレームの画像信号を構成する画素
データが２の補数の形式で記憶され、
　　上記第１のフレームメモリ部の所定データに係る複数のワード線および上記第２のフ
レームメモリ部の所定データに係る上記複数のワード線を同時に活性化する活性化手段と
、
　　上記第１のフレームメモリ部または上記第２のフレームメモリ部に記憶されている画
素データの記憶位置を列方向に移動する記憶位置移動手段と、
　　複数のビット線のうちいずれか１つのビット線を選択するビット線選択手段と、
　　上記ビット線選択手段で選択されたビット線上に得られた電荷総量に対応した値のデ
ジタル信号を出力する信号出力手段とをさらに備える
　ことを特徴とする動きベクトル検出装置。
【請求項７】
　参照フレームの画像信号および探索フレームの画像信号を用い、上記参照フレームの各
画素毎に、その画素データと上記探索フレームの複数の探索位置の画素データとの差分絶
対値を生成する差分絶対値生成手段と、
　上記差分絶対値生成手段で生成された差分絶対値を用いて、上記参照フレームの各参照
ブロック毎に、該参照ブロックと該参照ブロックに対応した上記探索フレームの探索範囲
内の複数の候補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を生成する差分絶対値和生成手
段と、
　上記参照フレームの各参照ブロック毎に、上記差分絶対値和生成手段で生成された複数
の差分絶対値和に基づいて、上記参照ブロックに対応した動きベクトルを検出する動きベ
クトル検出手段と
　を備え、
　上記差分絶対値和生成手段は、
　　それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配された複数のメモリ
セルからなるメモリ部を備え、
　　上記メモリ部では、１つのビット線上で、活性化された複数のワード線に接続された
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複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷の結合が可能とされ、
　　上記メモリ部は、それぞれのビット線に接続される複数のメモリセルが、所定数のワ
ード線に接続される所定数のメモリセル毎のユニットに分割され、
　　上記メモリ部は、上記ビット線が延びる方向である行方向には１フレームの複数の画
素位置にそれぞれ対応した複数のユニットを有し、上記ワード線が延びる方向である列方
向には探索位置にそれぞれ対応した複数のユニットを有し、
　　上記メモリ部の各行の複数のユニットには、それぞれ対応する参照フレームの画素位
置の画素データと探索フレームの複数の探索位置の画素データとの差分絶対値のデータが
記憶され、１つのデータがＮビット（Ｎは正の整数）のデータであるとき、該１つのデー
タに係るワード線はＮ本であり、上記Ｎ本のワード線に接続されたＮ個のメモリセルのキ
ャパシタは、上記Ｎビットのデータの各ビットの重みに対応した容量を持ち、
　　上記参照フレームの参照ブロックを構成する各画素の画素位置に対応するユニットに
係るワード線を同時に活性化する活性化手段と、
　　複数のビット線のうちいずれか１つのビット線を選択するビット線選択手段と、
　　上記ビット線選択手段で選択されたビット線上に得られた電荷総量に対応した値のデ
ジタル信号を出力する信号出力手段とをさらに備える
　ことを特徴とする動きベクトル検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、メモリ装置、および動きベクトルの検出装置に関する。
【０００２】
　詳しくは、この発明は、第１のフレームの画素データをビット線が延びる方向に並ぶ複
数のメモリセルからなるユニットにストレートバイナリの形式で記憶し、第２のフレーム
の画素データをビット線が延びる方向に並ぶ複数のメモリセルからなるユニットに２の補
数の形式で記憶しておき、この第１、第２のフレームの画素データに係るワード線を同時
に活性化し、この複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷
を１つのビット線上で結合し、その電荷総量に対応した値のデジタル信号を出力する構成
とすることによって、第１、第２のフレームの画素データの差分データを高速に、かつ安
価に得ることができるようにしたメモリ装置に係るものである。
【０００３】
　また、この発明は、ビット線が延びる方向に並ぶ複数のメモリセルからなるユニットの
それぞれにデータを記憶しておき、複数のデータに係るワード線を同時に活性化し、この
複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷を１つのビット線
上で結合し、その電荷総量に対応した値のデジタル信号を出力する構成とすることによっ
て、複数のデータの加算データを高速に、かつ安価に得ることができるようにしたメモリ
装置に係るものである。
【０００４】
　また、この発明は、参照フレームの各画素毎に、その画素データと探索フレームの複数
の探索位置の画素データとの差分絶対値を生成し、この生成された差分絶対値を用いて、
参照フレームの各参照ブロック毎に、この参照ブロックおよびこの参照ブロックに対応し
た探索フレームの探索範囲内の複数の候補ブロックの間の差分絶対値和を生成し、参照フ
レームの各参照ブロック毎に、生成された複数の差分絶対値和に基づいて、この参照ブロ
ックに対応した動きベクトルを検出する構成とすることによって、動きベクトルの検出を
高速に、かつ安価に行い得るようにした動きベクトルの検出装置に係るものである。
【背景技術】
【０００５】
　画像処理においては、動きベクトル検出は重要な要素の一つであり、その代表的な方法
としてブロックマッチング法がある。これは、あるフレーム（参照フレーム）の一部を構
成するある画素ブロック（参照ブロック）について、時間の異なるフレーム（探索フレー
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ム）における様々な位置での同一形状画素ブロック（候補ブロック）との相関を評価し、
その中で相関が最も高い候補ブロックとの間の相対的な位置ずれを、その参照ブロックに
おける動きベクトルとみなすものである。
【０００６】
　ここで、候補ブロックを想定する領域が探索範囲である。相関の評価には、参照ブロッ
クと候補ブロックとの対応する各画素間の画素データの差分絶対値のブロック内各画素に
ついての総和、すなわち差分絶対値和が用いられることが多い。１個の参照ブロックにつ
き探索範囲内の候補ブロック分の差分絶対値和が得られるが、その中で最も差分絶対値和
の小さいところが、画素を単位とした動きベクトルと見なされる。
【０００７】
　図２２は、従来の動きベクトル検出回路２００の構成例を示している。
　この動きベクトル検出回路２００は、参照フレームの画像信号Ｄｉが入力される入力端
子２０１と、この参照フレームの画像信号Ｄｉを蓄積する参照フレームメモリ２０２と、
探索フレームの画像信号を蓄積する探索フレームメモリ２０３とを有している。入力端子
２０１からあるフレームの画像信号Ｄｉがフレームメモリ２０２に供給されて書き込まれ
る際に、このフレームメモリ２０２に記憶されていた１フレーム前の画像信号が読み出さ
れてフレームメモリ２０３に供給されて書き込まれる。
【０００８】
　また、動きベクトル検出回路２００は、フレームメモリ２０２からの参照ブロックの画
素データと、フレームメモリ２０３からの当該参照ブロックに対応した探索範囲の複数の
候補ブロックの画素データとを入力し、複数の候補ブロックのそれぞれに対し、この候補
ブロックの画素データと参照ブロックの画素データとの差分絶対値を、対応する画素デー
タ毎に演算して出力する演算回路２０４を有している。
【０００９】
　この演算回路２０４は、参照ブロックの画素データと、２の補数変換部２０４ａでスト
レートバイナリ形式のデータから２の補数形式のデータに変換された候補ブロックの画素
データを、加算部２０４ｂで加算することで差分データを得ると共に、この差分データの
絶対値を絶対値変換部２０４ｃでとることによって、差分絶対値を得るようになっている
。
【００１０】
　また、動きベクトル検出回路２００は、演算回路２０４より出力される、複数の候補ブ
ロックのそれぞれに対応する画素データ毎の差分絶対値を累積して差分絶対値和を得る総
和演算部２０５と、この総和演算部２０５で得られる複数の候補ブロックのそれぞれに対
する差分絶対値和を保持する差分絶対値和保持部２０６とを有している。
【００１１】
　また、動きベクトル検出回路２００は、差分絶対値和保持部２０６に保持された複数の
候補ブロックのそれぞれに対する差分絶対値和に基づいて動きベクトルを検出する最小値
判定部２０７と、この最小値判定部２０７で検出された動きベクトルを保持する動きベク
トル保持部２０８と、この動きベクトル保持部２０８に保持された各参照ブロックの動き
ベクトルＭＶを順次出力する出力端子２０９とを有している。最小値判定部２０７では、
最小の差分絶対値和を発生する候補ブロックの位置を、動きベクトルとして検出する。
【００１２】
　図２２に示す動きベクトル検出回路２００の動作を説明する。
　入力端子２０１に入力される画像信号Ｄｉは参照フレームメモリ２０２に供給され、参
照フレームの画像信号として蓄積される。またこの際、フレームメモリ２０２に記憶され
ていた１フレーム前の画像信号は、読み出されてフレームメモリ２０３に供給され、探索
フレームの画像信号として蓄積される。
【００１３】
　演算回路２０４には、フレームメモリ２０２から参照ブロックの画像データが読み出さ
れて供給される。また、この演算回路２０４には、当該参照ブロックに対応した探索範囲
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の複数の候補ブロックの画素データが読み出されて供給される。そして、この演算回路２
０４では、複数の候補ブロックのそれぞれに対し、この候補ブロックの画素データと参照
ブロックの画素データとの差分絶対値が、対応する画素データ毎に演算されて出力される
。
【００１４】
　このように、演算回路２０４より出力される、複数の候補ブロックのそれぞれに対応す
る画素データ毎の差分絶対値は総和演算部２０５に順次供給されて差分絶対値和が得られ
る。この総和演算部２０５からの複数の候補ブロックのそれぞれに対する差分絶対値和は
、差分絶対値和保持部２０６に供給されて保持される。そして、最小値判定部２０７では
、このように差分絶対値和保持部２０６に保持された複数の候補ブロックのそれぞれに対
する差分絶対値和に基づき、最小の差分絶対値和を発生する候補ブロックの位置が動きベ
クトルとして検出され、この動きベクトルが動きベクトル保持部２０８に保持される。
【００１５】
　フレームメモリ２０２から演算回路２０４には参照フレーム内の複数の参照ブロックの
画素データが順次供給される。そして、各参照ブロックの画素データに対応して、フレー
ムメモリ２０３から演算回路２０４には複数の候補ブロックの画素データが供給される。
したがって、各参照ブロックに対応して、演算回路２０４、総和演算部２０５、差分絶対
値和保持部２０６、最小値判定部２０７および動きベクトル保持部２０８では上述した動
作が繰り返され、従って最小値判定部２０７では各参照ブロックに対応した動きベクトル
が順次検出され、この動きベクトルが動きベクトル保持部２０８に順次保持される。
【００１６】
　そして、動きベクトル保持部２０８に保持された各参照ブロックに対応した動きベクト
ルは順次読み出される。そして、読み出された動きベクトルＭＶが出力端子２０９に出力
される。このように出力される動きベクトルＭＶは、例えば動き補償予測符号化を行う際
の動き補償処理に用いられる。
【００１７】
　図２３のフローチャートは、上述した動きベクトル検出回路２００における動きベクト
ルＭＶの検出処理の手順を示している。
【００１８】
　まず、ステップＳＴ２１で、処理を開始し、ステップＳＴ２２で、参照フレームメモリ
２０２に記憶されている画像信号を読み出し、この画像信号を探索フレームの画像信号と
して探索フレームメモリ２０３に書き込む。また、ステップＳＴ２３で、入力端子２０１
から参照フレームの画像信号Ｄｉを入力し、この画像信号を参照フレームメモリ２０２に
書き込む。
【００１９】
　次に、ステップＳＴ２４で、参照フレームメモリ２０２から参照ブロックの画素データ
を読み出し、またステップＳＴ２５で、探索フレームメモリ２０３からその参照ブロック
に対応した探索範囲内にある候補ブロックの画素データを読み出し、ステップＳＴ２６で
、２の補数変換部２０４ａによりストレートバイナリ形式のデータから２の補数形式のデ
ータに変換する。
【００２０】
　そして、ステップＳＴ２７で、参照ブロックのストレートバイナリ形式の画素データと
２の補数形式のデータに変換された候補ブロックの画素データの加算を行って、差分デー
タを求める。そして、ステップＳＴ２８で、その差分データの絶対値を取り、参照ブロッ
クおよび候補ブロックの画素データの間の差分絶対値を生成する。
【００２１】
　次に、ステップＳＴ２９で、ある参照ブロックと所定の候補ブロックとの間の差分絶対
値和を総和演算部２０５で演算し、ステップＳＴ３０で保持部２０６に保存する。そして
、ステップＳＴ３１で、ある参照ブロックと全ての候補ブロックとの間の差分絶対値和の
生成が終了したか否かを判定する。終了していないときは、ステップＳＴ２５に戻って、
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ある参照ブロックと次の候補ブロックとの間の差分絶対値和を生成する処理に移る。一方
、終了したときは、ステップＳＴ３２に進む。
【００２２】
　ステップＳＴ３２では、ある参照ブロックに対応して保持部２０６に保持された差分絶
対値和に基づき、最小の差分絶対値和を発生する候補ブロックの位置を動きベクトルとし
て検出する。そして、ステップＳＴ３３で、この検出された動きベクトルを動きベクトル
保持部２０８に保存する。
【００２３】
　次に、ステップＳＴ３４で、参照フレームの全参照ブロックでの上述した動きベクトル
の検出処理が終了したか否かを判定する。終了していないときは、ステップＳＴ２４に戻
って、次の参照ブロックに対応した動きベクトルを検出する処理に移る。一方、終了した
ときは、ステップＳＴ３５で、動きベクトル保持部２０８に保持された各参照ブロックに
対応した動きベクトルＭＶを順次出力し、ステップＳＴ３６で処理を終了する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　　上述した動きベクトル検出回路２００においては、演算回路として、差分データ演算
用、絶対値演算用、総和演算用等の回路が必要であることから、その分高価になるという
不都合があった。
【００２５】
　そこで、この発明の目的は、第１、第２のフレームの画素データの差分データを高速に
、かつ安価に得ることができるメモリ装置を提供することにある。また、この発明の目的
は、複数のデータの加算データを高速に、かつ安価に得ることができるようにしたメモリ
装置を提供することにある。さらに、この発明の目的は、動きベクトルの検出を高速に、
かつ安価に行い得るようにした動きベクトルの検出装置を提供することにある
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　この発明に係るメモリ装置は、それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリク
ス状に配された複数のメモリセルからなり、第１のフレームの画像信号を記憶する第１の
フレームメモリ部と、それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配さ
れた複数のメモリセルからなり、第２のフレームの画像信号を記憶する第２のフレームメ
モリ部とを備え、上記第１のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部は上記
ビット線が延びる方向である行方向に連続して形成され、上記第１のフレームメモリ部お
よび上記第２のフレームメモリ部では、１つのビット線上で、活性化された複数のワード
線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷の結合が可能とされ、上記第１
のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部は、それぞれのビット線に接続さ
れる複数のメモリセルが所定数のワード線に接続される所定数のメモリセル毎のユニット
に分割され、該分割された各ユニットにそれぞれ１個の画素データが記憶され、１つの画
素データがＮビット（Ｎは正の整数）のデータであるとき、該１つの画素データに係るワ
ード線はＮ本であり、上記Ｎ本のワード線に接続されたＮ個のメモリセルのキャパシタは
、上記Ｎビットのデータの各ビットの重みに対応した容量を持ち、上記第１のフレームメ
モリ部の上記各ユニットには、それぞれ上記第１のフレームの画像信号を構成する画素デ
ータがストレートバイナリの形式で記憶され、上記第２のフレームメモリ部の上記各ユニ
ットには、それぞれ上記第２のフレームの画像信号を構成する画素データが２の補数の形
式で記憶され、上記第１のフレームメモリ部の所定データに係る複数のワード線および上
記第２のフレームメモリ部の所定データに係る複数のワード線を同時に活性化する活性化
手段と、複数のビット線のうちいずれか１つのビット線を選択するビット線選択手段と、
上記ビット線選択手段で選択されたビット線上に得られた電荷総量に対応した値のデジタ
ル信号を出力する信号出力手段とをさらに備えるものである。
【００２７】
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　この発明においては、第１および第２のフレームメモリ部を備えている。これらのフレ
ームメモリ部は、それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配された
複数のメモリセルからなっている。これらのフレームメモリ部では、１つのビット線上で
、活性化された複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷の
結合が可能となっている。これらのフレームメモリ部は、ビット線が延びる方向である行
方向（ロウ方向）に連続して形成されている。
【００２８】
　また、これらのフレームメモリ部は、それぞれのビット線に接続される複数のメモリセ
ルが所定数のワード線に接続される所定数のメモリセル毎のユニットに分割され、この分
割された各ユニットにそれぞれ１個の画素データが記憶される。第１のフレームメモリ部
の各ユニットには、それぞれ第１のフレームの画像信号を構成する画素データがストレー
トバイナリの形式で記憶され、第２のフレームメモリ部の各ユニットには、それぞれ第２
のフレームの画像信号を構成する画素データが２の補数の形式で記憶される。
【００２９】
　ここで、第１のフレームメモリ部の所定データに係る複数のワード線および第２のフレ
ームメモリ部の所定データに係る複数のワード線を同時に活性化することで、各ビット線
上で、活性化された複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電
荷が結合される。そして、選択された１つのビット線上に得られた電荷総量に対応した値
のデジタル信号が出力される。
【００３０】
　上述したように、第１のフレームメモリ部の各ユニットには、それぞれ第１のフレーム
の画像信号を構成する画素データがストレートバイナリの形式で記憶され、第２のフレー
ムメモリ部の各ユニットには、それぞれ第２のフレームの画像信号を構成する画素データ
が２の補数の形式で記憶されているため、各ビット線上に得られる電荷総量は、第１、第
２のフレームの画素データの差分値に対応したものとなる。これにより、上述したデジタ
ル信号として、第１、第２のフレームの画素データの減算結果が得られる。
【００３１】
　このように、第１のフレームの画素データをビット線が延びる方向に並ぶ複数のメモリ
セルからなるユニットにストレートバイナリの形式で記憶し、第２のフレームの画素デー
タをビット線が延びる方向に並ぶ複数のメモリセルからなるユニットに２の補数データの
形式で記憶しておき、この第１、第２のフレームの画素データに係るワード線を同時に活
性化し、この複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷を１
つのビット線上で結合し、その電荷総量に対応した値のデジタル信号を出力する構成とす
ることで、第１、第２のフレームの画素データの差分データを高速に、かつ安価に得るこ
とができる。
【００３２】
　ここで、第１のフレームメモリ部で活性化されるラインに対して、第２のフレームメモ
リ部で活性化されるラインの位置を変更することで、第１のフレームの所定ラインと、こ
れと垂直方向（行方向）に所定ライン数だけずれた位置の第２のフレームのラインとの間
における画素データの減算結果を得ることが可能となる。
【００３３】
　また、第１のフレームメモリ部または第２のフレームメモリ部に記憶されている画素デ
ータの記憶位置を水平方向（列方向）に移動することで、第１のフレームの所定画素と、
これと水平方向に所定画素数だけずれた位置の第２のフレームの画素との間における画素
データの減算結果を得ることが可能となる。
【００３４】
　なお、第１のフレームメモリ部の所定データに係る複数のワード線および第２のフレー
ムメモリ部の所定データに係る複数のワード線が同時に活性化された場合には、上述した
ようにビット線上でこれらのワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタにおけ
る蓄積電荷が結合されることから、これら複数のメモリセルの記憶データが破壊された状
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態となる。そのため、第１および第２のフレームメモリ部にそれぞれ記憶されている各１
ライン分の画素データをワード線を活性化する前にキャッシュメモリ等に待避しておくこ
とで、破壊された複数のメモリセルの記憶データを元に戻すことができる。
【００３５】
　例えば、１つの画素データがＮビット（Ｎは正の整数）のデータであるとき、この１つ
のデータに係るワード線はＮ本であり、このＮ本のワード線に接続されたＮ個のメモリセ
ルのキャパシタは、Ｎビットのデータの各ビットの重みに対応した容量を持つようにされ
る。これにより、Ｎビットのデータを記憶するためのメモリセルの個数はＮ個で済む。こ
れに対して、各メモリセルのキャパシタの容量が同じものであるとすると、Ｎビットのデ
ータを記憶するためのメモリセルは２N－１個必要となる。
【００３６】
　また、この発明に係るメモリ装置は、それぞれビット線およびワード線に接続され、マ
トリクス状に配された複数のメモリセルからなるメモリ部を備え、上記メモリ部では、１
つのビット線上で、活性化された複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパ
シタの蓄積電荷の結合が可能とされ、上記メモリ部は、それぞれのビット線に接続される
複数のメモリセルが、所定数のワード線に接続される所定数のメモリセル毎のユニットに
分割され、該分割された各ユニットにそれぞれ１個のデータが記憶され、１つのデータが
Ｎビット（Ｎは正の整数）のデータであるとき、該１つのデータに係るワード線はＮ本で
あり、上記Ｎ本のワード線に接続されたＮ個のメモリセルのキャパシタは、上記Ｎビット
のデータの各ビットの重みに対応した容量を持ち、複数のデータに係るワード線を同時に
活性化する活性化手段と、複数のビット線のうちいずれか１つのビット線を選択するビッ
ト線選択手段と、上記ビット線選択手段で選択されたビット線上に得られた電荷総量に対
応した値のデジタル信号を出力する信号出力手段とをさらに備えるものである。
【００３７】
　この発明においては、それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配
された複数のメモリセルからなっているメモリ部を備えている。このメモリ部では、１つ
のビット線上で、活性化された複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシ
タの蓄積電荷の結合が可能となっている。このメモリ部は、それぞれのビット線に接続さ
れる複数のメモリセルが、所定数のワード線に接続される所定数のメモリセル毎のユニッ
トに分割され、この分割された各ユニットにそれぞれ１個のデータが記憶される。
【００３８】
　ここで、複数のデータに係るワード線を同時に活性化することで、各ビット線上で、活
性化された複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷が結合
される。そして、選択された１つのビット線上に得られた電荷総量に対応した値のデジタ
ル信号が出力される。このデジタル信号は、複数のデータの加算結果に対応したものとな
る。
【００３９】
　このように、ビット線が延びる方向に並ぶ複数のメモリセルからなるユニットのそれぞ
れにデータを記憶しておき、複数のデータに係るワード線を同時に活性化し、この複数の
ワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷を１つのビット線上で結
合し、その電荷総量に対応した値のデジタル信号を出力する構成とすることで、複数のデ
ータの加算データを高速に、かつ安価に得ることができる。
【００４０】
　例えば、メモリ部は、ビット線が延びる方向である行方向には１フレームの複数の画素
位置にそれぞれ対応した複数のユニットを有し、上記ワード線が延びる方向である列方向
には探索位置にそれぞれ対応した複数のユニットを有する。このメモリ部の各行の複数の
ユニットには、それぞれ対応する参照フレームの画素位置の画素データと探索フレームの
複数の探索位置の画素データとの差分絶対値のデータが記憶される。ここで、参照フレー
ムの参照ブロックを構成する各画素の画素位置に対応するユニットに係るワード線が同時
に活性化されることで、デジタル信号として、参照フレームの参照ブロックとこの参照ブ
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ロックに対応した探索フレームの探索範囲内の複数の候補ブロックのそれぞれとの間の差
分絶対和が得られる。
【００４１】
　また、この発明に係る動きベクトル検出装置は、参照フレームの画像信号および探索フ
レームの画像信号を用い、参照フレームの各画素毎に、その画素データと探索フレームの
複数の探索位置の画素データとの差分絶対値を生成する差分絶対値生成手段と、この差分
絶対値生成手段で生成された差分絶対値を用いて、参照フレームの各参照ブロック毎に、
この参照ブロックとこの参照ブロックに対応した探索フレームの探索範囲内の複数の候補
ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を生成する差分絶対値和生成手段と、参照フレ
ームの各参照ブロック毎に、差分絶対値和生成手段で生成された複数の差分絶対値和に基
づいて、参照ブロックに対応した動きベクトルを検出する動きベクトル検出手段とを備え
、上記差分絶対値生成手段は、それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス
状に配された複数のメモリセルからなり、上記参照フレームの画像信号を記憶する第１の
フレームメモリ部と、それぞれビット線およびワード線に接続され、マトリクス状に配さ
れた複数のメモリセルからなり、上記探索フレームの画像信号を記憶する第２のフレーム
メモリ部とを備え、上記第１のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部は上
記ビット線が延びる方向である行方向に連続して形成され、上記第１のフレームメモリ部
および上記第２のフレームメモリ部では、１つのビット線上で、活性化された複数のワー
ド線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷の結合が可能とされ、上記第
１のフレームメモリ部および上記第２のフレームメモリ部は、それぞれのビット線に接続
される複数のメモリセルが、所定数のワード線に接続される所定数のメモリセル毎のユニ
ットに分割され、該分割された各ユニットにそれぞれ１個の画素データが記憶され、１つ
の画素データがＮビット（Ｎは正の整数）のデータであるとき、該１つの画素データに係
るワード線はＮ本であり、上記Ｎ本のワード線に接続されたＮ個のメモリセルのキャパシ
タは、上記Ｎビットのデータの各ビットの重みに対応した容量を持ち、上記第１のフレー
ムメモリ部の上記各ユニットには、それぞれ上記参照フレームの画像信号を構成する画素
データがストレートバイナリの形式で記憶され、上記第２のフレームメモリ部の上記各ユ
ニットには、それぞれ上記探索フレームの画像信号を構成する画素データが２の補数の形
式で記憶され、上記第１のフレームメモリ部の所定データに係る複数のワード線および上
記第２のフレームメモリ部の所定データに係る上記複数のワード線を同時に活性化する活
性化手段と、上記第１のフレームメモリ部または上記第２のフレームメモリ部に記憶され
ている画素データの記憶位置を列方向に移動する記憶位置移動手段と、複数のビット線の
うちいずれか１つのビット線を選択するビット線選択手段と、上記ビット線選択手段で選
択されたビット線上に得られた電荷総量に対応した値のデジタル信号を出力する信号出力
手段とをさらに備えるものである。
【００４２】
　また、この発明に係る動きベクトル検出装置は、参照フレームの画像信号および探索フ
レームの画像信号を用い、上記参照フレームの各画素毎に、その画素データと上記探索フ
レームの複数の探索位置の画素データとの差分絶対値を生成する差分絶対値生成手段と、
　上記差分絶対値生成手段で生成された差分絶対値を用いて、上記参照フレームの各参照
ブロック毎に、該参照ブロックと該参照ブロックに対応した上記探索フレームの探索範囲
内の複数の候補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を生成する差分絶対値和生成手
段と、上記参照フレームの各参照ブロック毎に、上記差分絶対値和生成手段で生成された
複数の差分絶対値和に基づいて、上記参照ブロックに対応した動きベクトルを検出する動
きベクトル検出手段とを備え、上記差分絶対値和生成手段は、それぞれビット線およびワ
ード線に接続され、マトリクス状に配された複数のメモリセルからなるメモリ部を備え、
上記メモリ部では、１つのビット線上で、活性化された複数のワード線に接続された複数
のメモリセルのキャパシタの蓄積電荷の結合が可能とされ、上記メモリ部は、それぞれの
ビット線に接続される複数のメモリセルが、所定数のワード線に接続される所定数のメモ
リセル毎のユニットに分割され、上記メモリ部は、上記ビット線が延びる方向である行方
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向には１フレームの複数の画素位置にそれぞれ対応した複数のユニットを有し、上記ワー
ド線が延びる方向である列方向には探索位置にそれぞれ対応した複数のユニットを有し、
上記メモリ部の各行の複数のユニットには、それぞれ対応する参照フレームの画素位置の
画素データと探索フレームの複数の探索位置の画素データとの差分絶対値のデータが記憶
され、１つのデータがＮビット（Ｎは正の整数）のデータであるとき、該１つのデータに
係るワード線はＮ本であり、上記Ｎ本のワード線に接続されたＮ個のメモリセルのキャパ
シタは、上記Ｎビットのデータの各ビットの重みに対応した容量を持ち、上記参照フレー
ムの参照ブロックを構成する各画素の画素位置に対応するユニットに係るワード線を同時
に活性化する活性化手段と、複数のビット線のうちいずれか１つのビット線を選択するビ
ット線選択手段と、上記ビット線選択手段で選択されたビット線上に得られた電荷総量に
対応した値のデジタル信号を出力する信号出力手段とをさらに備えるものである。
【００４３】
　この発明においては、参照フレームの画像信号および探索フレームの画像信号を用い、
参照フレームの各画素毎に、その画素データと探索フレームの複数の探索位置の画素デー
タとの差分絶対値が生成される。この場合、参照フレームの全参照ブロックの動きベクト
ルをブロックマッチング法で求めるために必要となる全ての差分絶対値が生成される。
【００４４】
　この生成された差分絶対値を用いて、参照フレームの各参照ブロック毎に、この参照ブ
ロックとこの参照ブロックに対応した探索フレームの探索範囲内の複数の候補ブロックの
それぞれとの間の差分絶対値和が生成される。この場合、例えば、参照ブロックと所定の
候補ブロックとの間の差分絶対値を一度に加算して差分絶対値和を得ることが可能となる
。
【００４５】
　この生成された複数の差分絶対値和に基づいて、参照ブロックに対応した動きベクトル
が検出される。この場合、ある参照ブロックに関しては、最小値の差分絶対値和に対応し
た候補ブロックの位置が動きベクトルとして検出される。
【００４６】
　このように、参照フレームの各画素毎に、その画素データと探索フレームの複数の探索
位置の画素データとの差分絶対値を生成し、この生成された差分絶対値を用いて、参照フ
レームの各参照ブロック毎に、この参照ブロックとこの参照ブロックに対応した探索フレ
ームの探索範囲内の複数の候補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を生成し、参照
フレームの各参照ブロック毎に、生成された複数の差分絶対値和に基づいて、この参照ブ
ロックに対応した動きベクトルを検出する構成とすることで、動きベクトルの検出を高速
に、かつ安価に行い得る。
【発明の効果】
【００４７】
　この発明に係るメモリ装置によれば、第１のフレームの画素データをビット線が延びる
方向に並ぶ複数のメモリセルからなるユニットにストレートバイナリの形式で記憶し、第
２のフレームの画素データをビット線が延びる方向に並ぶ複数のメモリセルからなるユニ
ットに２の補数の形式で記憶しておき、この第１、第２のフレームの画素データに係るワ
ード線を同時に活性化し、この複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシ
タの蓄積電荷を１つのビット線上で結合し、その電荷総量に対応した値のデジタル信号を
出力するものであり、第１、第２のフレームの画素データの差分データを高速に、かつ安
価に得ることができる。
【００４８】
　また、この発明に係るメモリ装置によれば、ビット線が延びる方向に並ぶ複数のメモリ
セルからなるユニットのそれぞれにデータを記憶しておき、複数のデータに係るワード線
を同時に活性化し、この複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパシタの蓄
積電荷を１つのビット線上で結合し、その電荷総量に対応した値のデジタル信号を出力す
るものであり、複数のデータの加算データを高速に、かつ安価に得ることができる。
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【００４９】
　また、この発明に係る動きベクトルの検出装置および検出方法によれば、参照フレーム
の各画素毎に、その画素データと探索フレームの複数の探索位置の画素データとの差分絶
対値を生成し、この生成された差分絶対値を用いて、参照フレームの各参照ブロック毎に
、この参照ブロックとこの参照ブロックに対応した探索フレームの探索範囲内の複数の候
補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を生成し、参照フレームの各参照ブロック毎
に、生成された複数の差分絶対値和に基づいて、この参照ブロックに対応した動きベクト
ルを検出するものであり、動きベクトルの検出を高速に、かつ安価に行い得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態について説明する。
　図１は、実施の形態としての動き補償予測符号化装置１００の構成を示している。
【００５１】
　この符号化装置１００は、画像信号Ｄｉを入力する入力端子１０１と、この入力端子１
０１に供給される画像信号Ｄｉと後述する動き補償回路１１０から供給される予測画像信
号との差分を演算する減算器１０２と、この減算器１０２で得られる差分信号に対してＤ
ＣＴ（離散コサイン変換）を行うＤＣＴ回路１０３と、このＤＣＴ回路１０３で得られる
ＤＣＴ係数に対して量子化を行う量子化回路１０４と、この量子化回路１０４で得られた
符号化信号Ｄｏを出力する出力端子１０５とを有している。
【００５２】
　また、符号化装置１００は、量子化回路１０４で得られた符号化信号Ｄｏに対して逆量
子化を行う逆量子化回路１０６と、この逆量子化回路１０６の出力信号に対して逆ＤＣＴ
を行って差分信号を得る逆ＤＣＴ回路１０７と、この逆ＤＣＴ回路１０７で得られる差分
信号と動き補償回路１１０で得られる予測画像信号とを加算して元の画像信号を復元する
加算器１０８と、この加算器１０８で復元された画像信号を記憶するフレームメモリ１０
９とを有している。
【００５３】
　また、符号化装置１００は、フレームメモリ１０９に記憶された画像信号を読み込み、
この画像信号を、後述する動きベクトル検出回路１１１からの動きベクトルＭＶに基づい
て動き補償をした後、上述したように減算器１０２および加算器１０８に予測画像信号と
して供給する動き補償回路１１０と、入力端子１０１に供給される画像信号Ｄｉの動きベ
クトルＭＶを検出して動き補償回路１１０に供給する動きベクトル検出回路１１１とを有
している。
【００５４】
　図１に示す動き補償予測符号化装置１００の動作を説明する。
　入力端子１０１に入力される画像信号Ｄｉは、減算器１０２および動きベクトル検出回
路１１１に供給される。減算器１０２では、この画像信号Ｄｉと動き補償回路１１０から
供給される予測画像信号との差分が演算される。
【００５５】
　減算器１０２で得られる差分信号はＤＣＴ回路１０３に供給されて離散コサイン変換さ
れる。このＤＣＴ回路１０３で得られるＤＣＴ係数は量子化回路１０４に供給されて量子
化される。そして、この量子化回路１０４で得られた符号化信号Ｄｏが出力端子１０５に
出力される。
【００５６】
　また、量子化回路１０４で得られる符号化信号Ｄｏが逆量子化回路１０６に供給されて
逆量子化され、さらにこの逆量子化回路１０６の出力信号が逆ＤＣＴ回路１０７に供給さ
れて逆ＤＣＴされ、差分信号が復元される。この差分信号と動き補償回路１１０からの予
測画像信号とが加算器１０８で加算されて元の画像信号が復元され、この復元された画像
信号がフレームメモリ１０９に記憶される。
【００５７】
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　動き補償回路１１０では、あるフレームにおいては、その前のフレームにフレームメモ
リ１０９に記憶された画像信号の読み込みが行われて、動きベクトル検出回路１１１から
の動きベクトルＭＶに基づいて動き補償されて、予測画像信号が得られる。この予測画像
信号は、上述したように、差分信号を得るために減算器１０２に供給されると共に、画像
信号を復元するために加算器１０８に供給される。
【００５８】
　次に、動きベクトル検出回路１１１の詳細を説明する。
　この動きベクトル検出回路１１１では、ブロックマッチング法により動きベクトルが検
出される。これは、図２に示すように、探索フレームの候補ブロックを所定の探索範囲内
で移動し、参照フレームの参照ブロックと最も合致している候補ブロックを検出すること
により、動きベクトルを求めるものである。
【００５９】
　ブロックマッチング法では、図３Ａに示すように、１枚の画像、例えば水平Ｈ画素、垂
直Ｖラインの１フレームの画像が図３Ｂに示すように、Ｐ画素×Ｑラインのブロックに細
分化される。図３Ｂの例では、Ｐ＝５、Ｑ＝５の例である。ｃがブロックの中心画素位置
である。
【００６０】
　図４Ａ～Ｃは、ｃを中心画素とする参照ブロックとｃ´を中心とする候補ブロックの位
置関係を示している。ｃを中心画素とする参照ブロックは、参照フレームの注目している
ある参照ブロックであり、それと合致する探索フレームの候補ブロックが探索フレームに
おいてｃ´を中心とするブロックの位置にあるものとしている。ブロックマッチング法で
は、探索範囲内において、参照ブロックと最も合致する候補ブロックを見出すことによっ
て、動きベクトルを検出する。
【００６１】
　図４Ａの場合では、水平方向に＋１画素、垂直方向に＋１ライン、すなわち、（＋１，
＋１）の動きベクトルが検出される。図４Ｂでは、（＋３，＋３）の動きベクトルＭＶが
検出され、図４Ｃでは、（＋２，－１）の動きベクトルが検出される。動きベクトルは、
参照フレームの参照ブロック毎に求められる。
【００６２】
　動きベクトルを探索する範囲を水平方向で±Ｓ画素、垂直方向で±Ｔラインとすると、
参照ブロックは、その中心ｃに対して、水平に±Ｓ、垂直に±Ｔずれたところに中心ｃ´
を有する候補ブロックと比較される必要がある。
【００６３】
　図５は、探索範囲を水平方向で±Ｓ画素、垂直方向で±Ｔラインとしたときの、参照ブ
ロックと比較すべき候補ブロックの中心を示した図である。この場合、参照フレームのあ
る参照ブロックの中心ｃの位置をＲとする時に、比較すべき探索フレームの（２Ｓ＋１）
×（２Ｔ＋１）個の候補ブロックとの比較が必要なことが分かる。すなわち、この図５の
ます目の位置にｃ´が存在する候補ブロックの全てが比較対象である。図５は、Ｓ＝４，
Ｔ＝３とした例である。
【００６４】
　探索範囲内の比較で得られた差分絶対値和の中で最小値を検出することによって、動き
ベクトルが検出される。図５の探索範囲は、候補ブロックの中心が位置する領域であり、
Ｐ×Ｑ画素の大きさの候補ブロックの全体が含まれる探索範囲の大きさは、（２Ｓ＋Ｐ）
×（２Ｔ＋Ｑ）となる。
【００６５】
　図６は、動きベクトル検出回路１１１の構成を示している。
　この動きベクトル検出回路１１１は、画像信号Ｄｉを参照フレームの信号としてメモリ
部１２２に入力する入力端子１２１と、この参照フレームの画像信号Ｄｉおよび探索フレ
ームの画像信号を蓄積するメモリ部１２２とを有している。このメモリ部１２２は、差分
絶対値生成手段を構成している。
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【００６６】
　このメモリ部１２２は、参照フレームおよび探索フレームの画像信号を用い、参照フレ
ームの各画素毎に、その画素データと探索フレームの複数の探索位置の画素データとの差
分絶対値を生成するためのものである。このメモリ部１２２は、参照フレームの画像信号
Ｄｉを蓄積するための参照フレームメモリ部１２２ａと、探索フレームの画像信号を蓄積
するための探索フレームメモリ部１２２ｂと、キャッシュメモリ１２２ｃ，１２２ｄとを
備えている。
【００６７】
　キャッシュメモリ１２２ｃ，１２２ｄは、それぞれフレームメモリ部１２２ａ，１２２
ｂの所定ラインの記憶データを用いて差分絶対値を得る際に、当該所定ラインの記憶デー
タを一時的に待避させておく待避手段を構成している。
【００６８】
　入力端子１２１からあるフレームの画像信号Ｄｉがメモリ部１２２の参照フレームメモ
リ部１２２ａに供給されて書き込まれる際に、この参照フレームメモリ部１２２ａに記憶
されていた１フレーム前の画像信号が読み出されて探索フレームメモリ部１２２ｂに供給
されて書き込まれる。
【００６９】
　この場合、参照フレームメモリ部１２２ａより読み出された８ビットのストレートバイ
ナリ形式の画素データが、メモリ部１２２の外部に設けられた２の補数変換部１２３で２
の補数形式の画素データに変換され、９ビットの画素データとして探索フレームメモリ部
１２２ｂに書き込まれる。ここで、２の補数の形式のデータを９ビットとするのは、８ビ
ットのデータが「００００００００」であるとき、２の補数の形式のデータは「１０００
０００００」となり、これへの対応のためである。なお、２の補数変換部１２３は、メモ
リ部１２２の内部に設けられていてもよい。
【００７０】
　図７は、参照フレームメモリ部１２２ａおよび探索フレームメモリ部１２２ｂを構成す
るメモリブロック１０の構成を示している。
　このメモリブロック１０は、メモリセルアレイ２０と、記憶データ入出力用ポート３０
と、ロウアドレスデコーダ４０と、演算データ出力用ポート５０と、制御回路８０とを有
している。
【００７１】
　メモリセルアレイ２０は、図８に示すように、参照フレームメモリ部１２２ａに対応し
たメモリセルアレイ部２０ａと、探索フレームメモリ部１２２ｂに対応したメモリセルア
レイ部２０ｂとからなっている。
【００７２】
　メモリセルアレイ部２０ａは、それぞれビット線ＢＬおよびワード線ＷＬに接続され、
マトリクス状に配された複数のメモリセルＭＬからなっている。ビット線ＢＬは、ロウ方
向（行方向）に延びる、データを転送するための線である。また、ワード線ＷＬは、カラ
ム方向（列方向）に延びる、複数のビット線ＢＬに直交する線である。同様に、メモリセ
ルアレイ部２０ｂは、それぞれビット線ＢＬおよびワード線ＷＬに接続され、マトリクス
状に配された複数のメモリセルＭＬからなっている。図８においては、メモリセルＭＬを
図示していないが、このメモリセルＭＬは、後述するように、ユニットＡ，Ｂを構成して
いる。
【００７３】
　これらメモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂは、ビット線ＢＬが延びる方向である行方向
（ロウ方向）に連続して形成されている。ここで、メモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂは
、メモリセルＭＬが例えばＤＲＡＭ構造のものであり、１つのビット線ＢＬ上で、活性化
された複数のワード線ＷＬに接続された複数のメモリセルＭＬのキャパシタＣの蓄積電荷
の結合が可能となっている。
【００７４】
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　メモリセルアレイ部２０ａにおいては、それぞれのビット線ＢＬに接続される複数のメ
モリセルＭＬが８個毎のユニットＡに分割されており、各ユニットＡにそれぞれ１個の画
素データ（ストレートバイナリ形式の８ビットデータ）が記憶される。図９Ａは、ユニッ
トＡの構成を示している。
【００７５】
　このユニットＡは、８本のワード線ＷＬに接続され、８個のメモリセルＭＬで構成され
ている。メモリセルＭＬは、ＤＲＡＭ構造のものであって、アクセストランジスタＴとキ
ャパシタＣとで構成されている。キャパシタＣの一端は接地され、その他端はアクセスト
ランジスタＴを介してビット線ＢＬに接続されている。また、アクセストランジスタＴの
ゲートはワード線ＷＬに接続されている。このメモリセルＭＬに対する読み出しおよび書
き込みは、従来周知のように、ワード線ＷＬを活性化してアクセストランジスタＴをオン
状態とすることで行われる。
【００７６】
　このユニットＡの８個のメモリセルＭＬのそれぞれには、１個の８ビットデータの各ビ
ットがそれぞれ記憶される。この場合、８個のメモリセルＭＬのキャパシタＣは、上述の
８ビットデータの各ビットの重みに対応した容量を持つようにされている。
【００７７】
　図９Ａにおいては、上側がＬＳＢ(least significant bit)側であり、下側がＭＳＢ(mo
st significant bit)側である。ユニットＡを構成する８個のメモリセルＭＬのキャパシ
タＣの容量は、ＬＳＢ側からＭＳＢ側に向かって順次倍にされている。つまり、この８個
のメモリセルＭＬのキャパシタＣの容量は、ＬＳＢのキャパシタＣの容量をｐとすると、
ＬＳＢ側から、それぞれｐ，２ｐ，４ｐ，８ｐ，１６ｐ，３２ｐ，６４ｐ，１２８ｐとさ
れる。
【００７８】
　メモリセルアレイ部２０ｂにおいては、それぞれのビット線ＢＬに接続される複数のメ
モリセルＭＬが９個毎のユニットＢに分割されており、各ユニットＢにそれぞれ１個の画
素データ（２の補数形式の９ビットデータ）が記憶される。図９Ｂは、ユニットＢの構成
を示している。
【００７９】
　このユニットＢは、９本のワード線ＷＬに接続され、９個のメモリセルＭＬで構成され
ている。メモリセルＭＬは、ＤＲＡＭ構造のものであって、アクセストランジスタＴとキ
ャパシタＣとで構成されている。キャパシタＣの一端は接地され、その他端はアクセスト
ランジスタＴを介してビット線ＢＬに接続されている。また、アクセストランジスタＴの
ゲートはワード線ＷＬに接続されている。このメモリセルＭＬに対する読み出しおよび書
き込みは、従来周知のように、ワード線ＷＬを活性化してアクセストランジスタＴをオン
状態とすることで行われる。
【００８０】
　このユニットＢの９個のメモリセルＭＬのそれぞれには、１個の９ビットデータの各ビ
ットがそれぞれ記憶される。この場合、９個のメモリセルＭＬのキャパシタＣは、上述の
９ビットデータの各ビットの重みに対応した容量を持つようにされている。
【００８１】
　図９Ｂにおいては、上側がＬＳＢ側であり、下側がＭＳＢ側である。ユニットＢを構成
する９個のメモリセルＭＬのキャパシタＣの容量は、ＬＳＢ側からＭＳＢ側に向かって順
次倍にされている。つまり、この９個のメモリセルＭＬのキャパシタＣの容量は、ＬＳＢ
のキャパシタＣの容量をｐとすると、ＬＳＢ側から、それぞれｐ，２ｐ，４ｐ，８ｐ，１
６ｐ，３２ｐ，６４ｐ，１２８ｐ，２５６ｐとされる。
【００８２】
　ここで、各フレームがＨ本のラインで構成されると共に、各ラインがＷ画素で構成され
るものとすると、メモリセルアレイ部２０ａは少なくともカラム方向にＷ個、ロウ方向に
Ｈ個のユニットＡが配置された構造とされ、メモリセルアレイ部２０ｂも少なくともカラ
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ム方向にＷ個、ロウ方向にＨ個のユニットＢが配置された構造とされる。
【００８３】
　図７に戻って、記憶データ入出力用ポート３０は、記憶データ用カラムアドレスデコー
ダ３１、アドレスバッファ３２およびＩ／Ｏバッファ３３で構成されている。カラムアド
レスデコーダ３１には、Ｉ／Ｏゲート（カラム・スイッチ）やセンスアンプ等が含まれて
いる。カラムアドレスデコーダ３１には、アドレスバッファ３２を介してカラムアドレス
が入力される。
【００８４】
　カラムアドレスデコーダ３１は、アドレスバッファ３２を介して供給されるカラムアド
レスに対応して、メモリセルアレイ２０のカラム方向の所定のメモリセルＭＬに接続され
るビット線ＢＬとの接続を確保し、Ｉ／Ｏバッファ３３およびカラムアドレスデコーダ３
１を通じて、当該カラム方向の所定のメモリセルＭＬに対する、記憶データの書き込み、
読み出しが可能となるようにする。
【００８５】
　また、ロウアドレスデコーダ４０には、アドレスバッファ４１を介してロウアドレスが
入力される。ロウアドレスデコーダ４０は、アドレスバッファ４１を介して供給されるロ
ウアドレスに対応して、メモリセルアレイ２０のロウ方向の所定のメモリセルＭＬに接続
されるワード線ＷＬを活性化し、Ｉ／Ｏバッファ３３およびカラムアドレスデコーダ３１
を通じて、当該ロウ方向の所定のメモリセルＭＬに対する、記憶データの書き込み、読み
出しが可能となるようにする。
【００８６】
　また、演算データ出力用ポート５０は、演算データ出力用カラムアドレスデコーダ５１
、アドレスバッファ５２およびＡ／Ｄコンバータ５３で構成されている。カラムアドレス
デコーダ５１には、Ｉ／Ｏゲート（カラム・スイッチ）やセンスアンプ等が含まれている
。カラムアドレスデコーダ５１には、アドレスバッファ５２を介してカラムアドレスが入
力される。カラムアドレスデコーダ５１はビット線選択手段を構成している。また、カラ
ムアドレスデコーダ５１、Ａ／Ｄコンバータ５３は信号出力手段を構成している。
【００８７】
　カラムアドレスデコーダ５１は、アドレスバッファ５２を介して供給されるカラムアド
レスに対応して、メモリセルアレイ２０のカラム方向の所定のメモリセルＭＬに接続され
る１つのビット線ＢＬとの接続を確保し、その１つのビット線ＢＬ上に得られた電荷総量
に対応した値の電圧信号を出力する。Ａ／Ｄコンバータ５３は、カラムアドレスデコーダ
５１から出力される電圧信号（アナログ信号）を所定ビット、例えば８ビットのデジタル
信号に変換して出力する。
【００８８】
　また、制御回路８０は、メモリブロック１０の上述した各回路の動作を、制御入力に基
づいて制御する。
【００８９】
　次に、図７に示すメモリブロック１０の動作を説明する。
　このメモリブロック１０は、演算データ出力用ポート５０を除く部分のみで、メモリセ
ルアレイ２０の所定のメモリセルＭＬに対する、記憶データの書き込み、読み出しが可能
である。
【００９０】
　すなわち、カラムアドレスデコーダ３１には、アドレスバッファ３２を介してカラムア
ドレスが入力される。カラムアドレスデコーダ３１は、このカラムアドレスに対応して、
メモリセルアレイ２０のカラム方向の所定のメモリセルＭＬに接続されるビット線ＢＬと
の接続を確保する。また、ロウアドレスデコーダ４０には、アドレスバッファ４１を介し
てロウアドレスが入力される。ロウアドレスデコーダ４０は、このロウアドレスに対応し
て、メモリセルアレイ２０のロウ方向の所定のメモリセルＭＬに接続されるワード線ＷＬ
を活性化する。これにより、Ｉ／Ｏバッファ３３およびカラムアドレスデコーダ３１を通
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じて、カラム方向およびロウ方向の所定のメモリセルＭＬに対する、記憶データの書き込
み、読み出しが行われる。
【００９１】
　演算データ出力用ポート５０を使用した、差分絶対値の出力動作について説明する。メ
モリセルアレイ２０のメモリセルアレイ部２０ａの各ユニットＡの８個のメモリセルＭＬ
には、上述したように、それぞれストレートバイナリ形式の８ビットの画素データの各ビ
ットが記憶される。また、メモリセルアレイ２０のメモリセルアレイ部２０ｂの各ユニッ
トＢの９個のメモリセルＭＬには、上述したように、それぞれ２の補数形式の９ビットの
画素データの各ビットが記憶される。
【００９２】
　ロウアドレスデコーダ４０には、アドレスバッファ４１を介してロウアドレスが入力さ
れる。ロウアドレスデコーダ４０は、このロウアドレスに対応して、メモリセルアレイ２
０を構成するメモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂの各１ラインの画素データ、つまり各１
行のユニットに係る複数のワード線ＷＬを同時に活性化する。これにより、各ビット線Ｂ
Ｌ上で、それぞれ、活性化された２つの画素データに係る複数のワード線ＷＬに接続され
た複数のメモリセルＭＬのキャパシタＣの蓄積電荷が結合される。
【００９３】
　ここで、複数のメモリセルＭＬのキャパシタＣの総容量をＣmとし、そこに蓄積されて
いる電荷総量をＱcとし、さらにビット線ＢＬの容量をＣbとすると、ビット線電荷総量Ｑ
bは、次式のようになる。つまり、ビット線電荷総量Ｑbは、複数のメモリセルＭＬのキャ
パシタＣに蓄積されている電荷総量Ｑcに比例したものとなる。
　　Ｑb＝Ｑc×Ｃb／（Ｃm＋Ｃb）　　　　・・・（１）
【００９４】
　この状態で、カラムアドレスデコーダ５１には、アドレスバッファ５２を介してカラム
アドレスが入力される。カラムアドレスデコーダ５１は、このカラムアドレスに対応して
、メモリセルアレイ２０のカラム方向の所定のメモリセルＭＬに接続される１つのビット
線ＢＬとの接続を確保する。これにより、カラムアドレスデコーダ５１からは、接続が確
保されたビット線ＢＬ上に得られた電荷総量に対応した値の電圧信号が出力される。その
ため、Ａ／Ｄコンバータ５３からは、その接続が確保されたビット線ＢＬ上に得られた電
荷総量に対応した値のデジタル信号が得られる。
【００９５】
　上述したように、メモリセルアレイ部２０ａの各ユニットＡには、それぞれ参照フレー
ムの画像信号Ｄｉを構成する画素データがストレートバイナリの形式で記憶され、メモリ
セルアレイ部２０ｂの各ユニットＢには、それぞれ探索フレームの画像信号を構成する画
素データが２の補数の形式で記憶されている。そのため、各ビット線ＢＬ上に得られる電
荷総量は、参照フレームおよび探索フレームの画素データの差分値に対応したものとなる
。また、上述せずも、Ａ／Ｄコンバータ５３は、アナログ信号からデジタル信号への変換
と共に、絶対値変換も行う。したがって、上述したようにＡ／Ｄコンバータ５３から得ら
れるデジタル信号は、参照フレームの画素データから探索フレームの画素データを差し引
いて得られる差分データをさらに絶対値変換してなる差分絶対値となる。
【００９６】
　この場合、カラムアドレスデコーダ５１で接続を確保する１つのビット線ＢＬを順次変
更することで、Ａ／Ｄコンバータ５３から、各ビット線ＢＬの部分に対応した差分絶対値
が順次得られる。つまり、参照フレームの所定ラインと探索フレームの所定ラインとの間
の１ライン分の差分絶対値が順次得られる。
【００９７】
　ここで、図１０を参照して、減算演算の具体例を説明する。この具体例は、被減数デー
タとしての８ビットのデータから減数データとしての８ビットのデータを減算する例であ
る。ユニットＡの部分には被減算データとしての８ビットのデータがそのままストレート
バイナリの形式で記憶されている。この８ビットのデータは「１００００１０１」であっ
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て、１０進数表現では「１３３」である。一方、ユニットＢの部分には減数データとして
の８ビットのデータが２の補数の形式のデータに変換された９ビットのデータが記憶され
ている。この８ビットのデータは「０００１０１００」であって、１０進数表現では「２
０」である。また、２の補数の形式に変換した後の９ビットのデータは「０１１１０１１
００」である。
【００９８】
　このようにユニットＡ、ユニットＢのそれぞれに被減数、減数のデータが記憶されるこ
とで、これらユニットＡ、ユニットＢのメモリセルＭＬのうち、ハッチングが施されてい
ないキャパシタＣのみが電荷が蓄積された状態となる。この場合、ユニットＡの８個のメ
モリセルＭＬの全てのキャパシタＣに蓄積された電荷の総量は、ＬＳＢのメモリセルＭＬ
のキャパシタＣに蓄積される電荷をｑとすると、１３３ｑとなる。同様に、ユニットＢの
９個のメモリセルＭＬの全てのキャパシタＣに蓄積された電荷の総量は、２３６ｑとなる
。
【００９９】
　このような状態で、２つのユニットＡ、ユニットＢに係る複数のワード線ＷＬが同時に
活性化されて各メモリセルＭＬのアクセストランジスタＴがオン状態になると、ビット線
ＢＬ上で、それぞれのユニットＡ、ユニットＢにおける蓄積電荷が結合される。これによ
り、ビット線ＢＬ上で結合された電荷の総量は１０進数で「３６９」に相当するものとな
る。つまり、上述の（１）式から、ビット線電荷総量Ｑbは、Ｑb＝３６９ｑ×Ｃb／（Ｃm
＋Ｃb）となる。
【０１００】
　したがって、カラムアドレスデコーダ５１からはこの電荷総量「３６９」に対応した値
の電圧信号が出力される。ここで、「３６９」は、２進数表現では「１０１１１０００１
」である。このときのＭＳＢは符号ビットであり、「１」の場合は正を、「０」の場合は
負を表すものとなる。そのため、Ａ／Ｄコンバータ５３では、この符号ビットを考慮した
Ａ／Ｄ変換が行われ、２つのユニットＡ、ユニットＢに記憶されていたデータの差分絶対
値が得られる。
【０１０１】
　図１１は、ビット線電荷総量とＡ／Ｄコンバータ５３の出力値との関係を示している。
この場合、ビット線電荷量「１」～「２５５」に対応して「２５５」～「１」、「２５６
」～「５１１」に対応して「０」～「２５５」のデジタル信号を出力する。図１１におけ
る横軸のビット線電荷総量は、ｑ×Ｃb／（Ｃm＋Ｃb）が１となるように正規化したもの
である。後述する図１２，図２０における横軸のビット線電荷総量も同様である。
【０１０２】
　なお、ビット線電荷総量とＡ／Ｄコンバータ５３の出力値との関係を、図１２に示すよ
うに設定し、このＡ／Ｄコンバータ５３から差分データを得るようにし、この差分データ
を別個の絶対値化回路で絶対値に変換することも考えられる。この場合、Ａ／Ｄコンバー
タ５３は、ビット線電荷総量「１」～「５１１」に対応して「－２５５」～「２５５」の
デジタル信号を出力する。
【０１０３】
　ところで、被減数データが８ビットのデータの場合には１０進数で「０」～「２５５」
の範囲の値を取り得るが、減数データも８ビットのデータの場合には１０進数で「０」～
「２５５」の範囲の値を取り得る。この場合に、被減数、減数のデータがそれぞれユニッ
トＡ、ユニットＢに正しく記憶され、これらユニットＡ、ユニットＢに係る複数のワード
線ＷＬが同時に活性化された場合には、ビット線電荷総量は１０進数で「１」～「５１１
」となり、「０」となることはあり得ない。そのため、図１１、図１２においては、ビッ
ト線電荷総量が「０」の場合に関しても変換を行っているが、その変換後のデジタル値自
体には特に意味はない。
【０１０４】
　上述したように、このメモリブロック１０においては、メモリセルアレイ２０を構成す
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るメモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂの各１ラインの画素データに係る複数のワード線Ｗ
Ｌを同時に活性化することで、参照フレームの所定ラインと探索フレームの所定ラインと
の間の１ライン分の差分絶対値を得ることができる。
【０１０５】
　ここで、メモリセルアレイ部２０ａで活性化されるラインに対して、メモリセルアレイ
部２０ｂで活性化されるラインの位置を変更することで、参照フレームの所定ラインと、
これと垂直方向（行方向）に所定ライン数だけずれた位置の探索フレームのラインとの間
における画素データの差分絶対値を得ることができる。
【０１０６】
　なお、メモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂの各１ラインの画素データに係る複数のワー
ド線ＷＬが同時に活性化された場合には、上述したようにビット線ＢＬ上でこれらのワー
ド線ＷＬに接続された複数のメモリセルＭＬのキャパシタＣにおける蓄積電荷が結合され
、出力される。そのため、蓄積電荷の結合後、これら複数のメモリセルＭＬの記憶データ
は意味のない値（破壊された状態）となる。
【０１０７】
　そのため、活性化されるワード線ＷＬに対応したメモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂの
複数のメモリセルＭＬに記憶されている各１ライン分の画素データは、ワード線ＷＬの活
性化の前にキャッシュメモリ１２２ｃ，１２２ｄ（図６参照）に待避される。そして、上
述したように、Ａ／Ｄコンバータ５３から１ライン分の差分絶対値が得られた後に、この
キャッシュメモリ１２２ｃ，１２２ｄの記憶データを用いて、複数のメモリセルＭＬの意
味のない記憶データが元に戻される。
【０１０８】
　また、メモリセルアレイ部２０ａまたはメモリセルアレイ部２０ｂに記憶されている画
素データの記憶位置を水平方向（列方向）に移動することで、参照フレームの所定画素と
、これと水平方向に所定画素数だけずれた位置の探索フレームの画素との間における画素
データの差分絶対値を得ることができる。
【０１０９】
　ここで、メモリセルアレイ部２０ａまたはメモリセルアレイ部２０ｂに記憶されている
画素データの記憶位置を水平方向（列方向）に移動する際には、上述したキャッシュメモ
リ１２２ｃ，１２２ｄが一時記憶メモリとして使用される。
【０１１０】
　メモリ部１２２は、上述したような構成により、参照フレームおよび探索フレームの画
像信号を用い、参照フレームの各画素毎に、その画素データと探索フレームの複数の探索
位置の画素データとの差分絶対値を生成する。
【０１１１】
　ここで、１フレームの画像サイズがＷ×Ｈ画素であるとする。また、探索範囲が、水平
方向にｓｗ画素（ここでは、＋ｘａ～－ｘｂ）であり、垂直方向にｓｈ画素（ここでは、
＋ｙａ～－ｙｂ）であるとする。この場合、図１３に示すように、参照フレームのＷ×Ｈ
画素の各画素毎に、その画素データと探索フレームのｓｗ×ｓｈ個の探索位置の画素デー
タとの差分絶対値が生成される。
【０１１２】
　図１３において、差分絶対値ａ(x,y),(0,0)は、参照フレームの（ｘ，ｙ）の位置の画
素と探索フレームの（ｘ，ｙ）の位置の画素との間の画素データの差分絶対値を示してお
り、同様に差分絶対値ａ(x,y),(+xa,+ya)、ａ(x,y),(-xb,+ya)、ａ(x,y),(+xa,-yb)、ａ(

x,y),(-xb,-yb)は、参照フレームの（ｘ，ｙ）の位置の画素とそれぞれ探索フレームの（
ｘ＋ｘａ，ｙ＋ｙａ）、（ｘ－ｘｂ，ｙ＋ｙａ）、（ｘ＋ｘａ，ｙ－ｙｂ）、（ｘ－ｘｂ
，ｙ－ｙｂ）の位置の画素との間の画素データの差分絶対値を示している。
【０１１３】
　ここで、参照フレームの（ｘ，ｙ）の位置の画素と探索フレームの（ｘ＋ｘａ，ｙ）～
（ｘ－ｘｂ，ｙ）の位置の画素との間の画素データの差分絶対値は、図１４に示すように
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、例えばメモリセルアレイ部２０ｂに記憶されている探索フレームの（ｘ，ｙ）の位置の
画素データの記憶位置を水平方向（列方向）に－ｘａ～＋ｘｂだけ移動することによって
得ることができる。
【０１１４】
　同様に、参照フレームの（ｘ，ｙ）の位置の画素と探索フレームの（ｘ，ｙ＋ｙａ）～
（ｘ，ｙ－ｙｂ）の位置の画素との間の画素データの差分絶対値は、図１５に示すように
、メモリセルアレイ部２０ｂで活性化されるラインの位置をｙ＋ｙａ～ｙ－ｙｂに変更す
ることによって得ることができる。
【０１１５】
　図６に戻って、動きベクトル検出回路１１１は、メモリ部１２２で生成される差分絶対
値を保持する差分絶対値保持部１２４を有している。この差分絶対値保持部１２４は、差
分絶対値和生成手段を構成している。
【０１１６】
　この差分絶対値保持部１２４は、メモリ部１２２で生成された差分絶対値を用いて、参
照フレームの各参照ブロック毎に、この参照ブロックとこの参照ブロックに対応した探索
フレームの探索範囲内のｓｗ×ｓｈ個の候補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を
生成するものである。
【０１１７】
　図１６は、差分絶対値保持部１２４を構成するメモリブロック６０の構成を示している
。このメモリブロック６０は、メモリセルアレイ７０と、記憶データ入出力用ポート３０
と、ロウアドレスデコーダ４０と、演算データ出力用ポート５０と、制御回路８０とを有
している。
【０１１８】
　このメモリブロック６０は、メモリセルアレイ７０の部分を除いて、上述した参照フレ
ームメモリ部１２２ａ，１２２ｂを構成するメモリブロック１０（図７参照）と同様に構
成される。そのため、ここでは、メモリセルアレイ７０の部分を詳細に説明し、その他の
部分の説明は適宜省略する。
【０１１９】
　メモリセルアレイ７０は、図１７に示すように、それぞれビット線ＢＬおよびワード線
ＷＬに接続され、マトリクス状に配された複数のメモリセルＭＬからなっている。図１７
においては、メモリセルＭＬを図示していないが、このメモリセルＭＬは、後述するよう
に、ユニットＡを構成している。ここで、メモリセルアレイ７０は、メモリセルＭＬが例
えばＤＲＡＭ構造のものであり、１つのビット線ＢＬ上で、活性化された複数のワード線
ＷＬに接続された複数のメモリセルＭＬのキャパシタＣの蓄積電荷の結合が可能となって
いる。
【０１２０】
　メモリセルアレイ７０においては、それぞれのビット線ＢＬに接続される複数のメモリ
セルＭＬが８個毎のユニットＡに分割されており、各ユニットＡにそれぞれ１個の差分絶
対値（ストレートバイナリ形式の８ビットデータ）が記憶される。ユニットＡは、上述し
たように、図９Ａに示す構成とされている。
【０１２１】
　メモリセルアレイ７０は、上述したように、１フレームの画像サイズがＷ×Ｈ画素であ
り、また探索範囲が、水平方向にｓｗ画素、垂直方向にｓｈ画素であるとき、少なくとも
カラム方向にｓｗ×ｓｈ個、ロウ方向にＷ×Ｈ個のユニットＡが配置された構造とされる
。
【０１２２】
　上述したように、メモリ部１２２においては、参照フレームのＷ×Ｈ画素の各画素毎に
、その画素データと探索フレームのｓｗ×ｓｈ個の探索位置の画素データとの差分絶対値
が生成される。上述のメモリセルアレイ７０は、図１８に示すように、ロウ方向の各ユニ
ットＡの位置が、参照フレームのＷ×Ｈ個の画素位置に対応したものとされ、カラム方向
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の各ユニットＡの位置が、探索フレームのｓｗ×ｓｈ個の探索位置に対応したものとされ
る。このメモリセルアレイ７０の各ユニットＡには、対応する差分絶対値が保持される。
例えば、ロウ方向の（ｘ，ｙ）に対応したｓｗ×ｓｈ個のユニットＡの行には、参照フレ
ームの（ｘ，ｙ）の位置の画素と探索フレームの水平方向ｘ＋ｘａ～ｘ－ｘｂ、垂直方向
ｙ＋ｙａ～ｙ－ｙｂの範囲にあるｓｗ×ｓｈ個の探索位置の画素データとの差分絶対値が
保持される。
【０１２３】
　次に、図１６に示すメモリブロック６０の動作を説明する。
　このメモリブロック６０は、演算データ出力用ポート５０を除く部分のみで、メモリセ
ルアレイ７０の所定のメモリセルＭＬに対する、記憶データの書き込み、読み出しが可能
である。
【０１２４】
　すなわち、カラムアドレスデコーダ３１には、アドレスバッファ３２を介してカラムア
ドレスが入力される。カラムアドレスデコーダ３１は、このカラムアドレスに対応して、
メモリセルアレイ７０のカラム方向の所定のメモリセルＭＬに接続されるビット線ＢＬと
の接続を確保する。
【０１２５】
　また、ロウアドレスデコーダ４０には、アドレスバッファ４１を介してロウアドレスが
入力される。ロウアドレスデコーダ４０は、このロウアドレスに対応して、メモリセルア
レイ７０のロウ方向の所定のメモリセルＭＬに接続されるワード線ＷＬを活性化する。こ
れにより、Ｉ／Ｏバッファ３３およびカラムアドレスデコーダ３１を通じて、カラム方向
およびロウ方向の所定のメモリセルＭＬに対する、記憶データの書き込み、読み出しが行
われる。
【０１２６】
　演算データ出力用ポート５０を使用した、差分絶対値和の出力動作について説明する。
　ロウアドレスデコーダ４０には、アドレスバッファ４１を介してロウアドレスが入力さ
れる。ロウアドレスデコーダ４０は、このロウアドレスに対応して、メモリセルアレイ７
０の、所定の参照ブロックのｂｗ×ｂｈ個の画素位置に対応したロウ方向のユニットＡに
係る複数のワード線ＷＬを同時に活性化する（図１８参照）。ここで、ｂｗは参照ブロッ
クの水平方向の画素数、ｂｈは参照ブロックの垂直方向の画素数を示している。これによ
り、各ビット線ＢＬ上で、それぞれ、活性化されたｂｗ×ｂｈ個のユニットＡに係る複数
のワード線ＷＬに接続された複数のメモリセルＭＬのキャパシタＣの蓄積電荷が結合され
る。
【０１２７】
　この状態で、カラムアドレスデコーダ５１には、アドレスバッファ５２を介してカラム
アドレスが入力される。カラムアドレスデコーダ５１は、このカラムアドレスに対応して
、メモリセルアレイ７０のカラム方向の所定のメモリセルＭＬに接続される１つのビット
線ＢＬとの接続を確保する。これにより、カラムアドレスデコーダ５１からは、接続が確
保されたビット線ＢＬ上に得られた電荷総量に対応した値の電圧信号が出力される。その
ため、Ａ／Ｄコンバータ５３からは、その接続が確保されたビット線ＢＬ上に得られた電
荷総量に対応した値のデジタル信号が得られる。
【０１２８】
　上述したように、メモリセルアレイ７０の、所定の参照ブロックのｂｗ×ｂｈ個の画素
位置に対応したロウ方向のユニットＡに係る複数のワード線ＷＬが同時に活性化される。
そのため、各ビット線ＢＬ上に得られる電荷総量は、所定の参照ブロックとこの所定の参
照ブロックに対応した探索フレームの探索範囲内の所定の候補ブロックとの間のｂｗ×ｂ
ｈ個の差分絶対値の加算結果に対応したものとなる。したがって、Ａ／Ｄコンバータ５３
からは、その加算結果を示す差分絶対値和（デジタル信号）が得られることとなる。
【０１２９】
　この場合、カラムアドレスデコーダ５１で接続を確保する１つのビット線ＢＬを順次変
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更することで、Ａ／Ｄコンバータ５３から、所定の参照ブロックとこの所定の参照ブロッ
クに対応した探索フレームの探索範囲内のｓｗ×ｓｈ個の候補ブロックのそれぞれとの間
の差分絶対値和が順次得られる。また、メモリセルアレイ７０の、活性化すべきｂｗ×ｂ
ｈ個の画素位置に対応したロウ方向のユニットＡに係る複数のワード線ＷＬを、他の参照
ブロックに対応したものとすることで、他の参照ブロックに係る差分絶対値和が得られる
。
【０１３０】
　ここで、図１９を参照して、加算演算の具体例を説明する。この具体例は、説明を簡単
にするため、２つの８ビットデータを加算する例である。
【０１３１】
　ユニットＡ１の部分には被加数データとしての８ビットのデータが記憶されている。こ
の８ビットのデータは「０００１０１００」であって、１０進数表現では「２０」である
。一方、ユニットＡ２の部分には加数データとしての８ビットのデータが記憶されている
。この８ビットのデータは「１００００１０１」であって、１０進数表現では「１３３」
である。
【０１３２】
　このようにユニットＡ１，Ａ２のそれぞれに被加数、加数のデータが記憶されることで
、これらユニットＡ１，Ａ２のメモリセルＭＬのうち、ハッチングが施されていないキャ
パシタＣのみが電荷が蓄積された状態となる。この場合、ユニットＡ１の８個のメモリセ
ルＭＬの全てのキャパシタＣに蓄積された電荷の総量は、ＬＳＢのメモリセルＭＬのキャ
パシタＣに蓄積される電荷をｑとすると、２０ｑとなる。同様に、ユニットＡ２の８個の
メモリセルＭＬの全てのキャパシタＣに蓄積された電荷の総量は、１３３ｑとなる。
【０１３３】
　このような状態で、ユニットＡ１，Ａ２に係る複数のワード線ＷＬが同時に活性化され
て各メモリセルＭＬのアクセストランジスタＴがオン状態になると、ビット線ＢＬ上で、
それぞれのユニットＡ１，Ａ２における蓄積電荷が結合される。これにより、ビット線Ｂ
Ｌ上で結合された電荷の総量は１０進数で「１５３」に相当するものとなる。
【０１３４】
　したがって、カラムアドレスデコーダ５１からはこの電荷総量「１５３」に対応した値
の電圧信号が出力される。これにより、Ａ／Ｄコンバータ５３からは、ユニットＡ１，Ａ
２に記憶されていたデータの加算結果に対応した加算データが得られる。
【０１３５】
　ユニットＡ１、ユニットＡ２は、８ビット出力であるため、この加算データは、９ビッ
ト分の値になる。そこで、９ビット出力のＡ／Ｄコンバータを用いると、加算データをユ
ニットＡ１、ユニットＡ２に格納された値の精度で出力することができる。また、８ビッ
ト出力のＡ／Ｄコンバータを利用することもできる。その場合、出力は８ビット出力であ
るため、出力値の精度は低くなる。
【０１３６】
　図２０は、ビット線電荷総量と８ビット出力のＡ／Ｄコンバータ５３の出力値（加算デ
ータ）との関係例を示している。図２０の場合には、このような変換特性によって、５１
２階調から２５６階調への階調変換も行える。図２０では５１２階調から２５６階調へと
階調が変化しているため、この出力値の２倍の値が実際の加算結果となる。
【０１３７】
　なお、メモリセルアレイ７０の所定の参照ブロックのｂｗ×ｂｈ個の画素位置に対応し
たロウ方向のユニットＡに係る複数のワード線ＷＬが同時に活性化された場合には、上述
したようにビット線ＢＬ上でこれらのワード線ＷＬに接続された複数のメモリセルＭＬの
キャパシタＣにおける蓄積電荷が結合される。そのため、結合後、これら複数のメモリセ
ルＭＬの記憶データが意味のない値となる。しかし、この複数のメモリセルＭＬの部分の
記憶データは、この所定の参照ブロックとは画素位置が異なる他の参照ブロックに係る差
分絶対値和を得る際には必要としないので、この複数のメモリセルＭＬの記憶データをワ



(23) JP 4543307 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

ード線ＷＬを活性化する前に例えばキャッシュメモリに待避しておくことは不要である。
【０１３８】
　図６に戻って、また、動きベクトル検出回路１１１は、差分絶対値保持部１２４で生成
された、参照ブロック毎のそれぞれ複数の差分絶対値和を保持する差分絶対値和保持部１
２５を有している。
【０１３９】
　また、動きベクトル検出回路１１１は、差分絶対値和保持部１２５に保持された参照ブ
ロック毎のそれぞれ複数の差分絶対値和に基づいて、参照ブロック毎に動きベクトルを検
出する最小値判定部１２６と、この最小値判定部１２６で検出された動きベクトルを保持
する動きベクトル保持部１２７と、この動きベクトル保持部１２７に保持された各参照ブ
ロックの動きベクトルＭＶを順次出力する出力端子１２８とを有している。最小値判定部
１２６では、最小の差分絶対値和を発生する候補ブロックの位置を、動きベクトルとして
検出する。
【０１４０】
　図６に示す動きベクトル検出回路１１１の動作を説明する。
　入力端子１２１に入力される画像信号Ｄｉはメモリ部１２２を構成する参照フレームメ
モリ部１２２ａに、参照フレームの画像信号として蓄積される。またこの際、参照フレー
ムメモリ部１２２ｂに記憶されていた１フレーム前の画像信号は、読み出されて探索フレ
ームメモリ部１２２ｂに、探索フレームの画像信号として蓄積される。この場合、参照フ
レームメモリ部１２２ａより読み出された８ビットのストレートバイナリ形式の画素デー
タが、メモリ部１２２の外部に設けられた２の補数変換部１２３で２の補数形式の画素デ
ータに変換され、９ビットの画素データとして探索フレームメモリ部１２２ｂに書き込ま
れる。
【０１４１】
　参照フレームメモリ部１２２ａおよび探索フレームメモリ部１２２ｂはメモリブロック
１０で構成されている（図７参照）。そして、そのメモリセルアレイ２０は、参照フレー
ムメモリ部１２２ａに対応したメモリセルアレイ部２０ａと、探索フレームメモリ部１２
２ｂに対応したメモリセルアレイ部２０ｂとからなっている（図８参照）。メモリセルア
レイ部２０ａ，２０ｂは、ビット線ＢＬが延びる方向である行方向（ロウ方向）に連続し
て形成されている。
【０１４２】
　メモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂの各１ラインの画素データに係る複数のワード線Ｗ
Ｌが同時に活性化されることで、各ビット線ＢＬ上で、それぞれ、活性化された２つの画
素データに係る複数のワード線ＷＬに接続された複数のメモリセルＭＬのキャパシタＣの
蓄積電荷が結合される。
【０１４３】
　カラムアドレスデコーダ５１は、メモリセルアレイ２０のカラム方向の所定のメモリセ
ルＭＬに接続される１つのビット線ＢＬとの接続を確保し、その接続を確保したビット線
ＢＬ上に得られた電荷総量に対応した値の電圧信号を出力する。そして、Ａ／Ｄコンバー
タ５３からは、その電荷総量に対応した値のデジタル信号が得られる。
【０１４４】
　このデジタル信号は、メモリセルアレイ部２０ａの各ユニットＡには、それぞれ参照フ
レームの画像信号Ｄｉを構成する画素データがストレートバイナリの形式で記憶され、メ
モリセルアレイ部２０ｂの各ユニットＢには、それぞれ探索フレームの画像信号を構成す
る画素データが２の補数の形式で記憶されていると共に、Ａ／Ｄコンバータ５３は、アナ
ログ信号からデジタル信号への変換と共に、絶対値変換も行うことから、参照フレームの
画素データから探索フレームの画素データを差し引いて得られる差分データをさらに絶対
値変換してなる差分絶対値となる。
【０１４５】
　カラムアドレスデコーダ５１で接続を確保する１つのビット線ＢＬを順次変更すること
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で、Ａ／Ｄコンバータ５３から、各ビット線ＢＬの部分に対応した差分絶対値が順次得ら
れる。つまり、参照フレームの所定ラインと探索フレームの所定ラインとの間の１ライン
分の差分絶対値が順次得られる。
【０１４６】
　また、メモリセルアレイ部２０ａで活性化されるラインに対して、メモリセルアレイ部
２０ｂで活性化されるラインの位置が変更され、参照フレームの所定ラインと、これと垂
直方向（行方向）に所定ライン数だけずれた位置の探索フレームのラインとの間における
画素データの差分絶対値が得られる。
【０１４７】
　また、メモリセルアレイ部２０ａまたはメモリセルアレイ部２０ｂに記憶されている画
素データの記憶位置が水平方向（列方向）に移動され、参照フレームの所定画素と、これ
と水平方向に所定画素数だけずれた位置の探索フレームの画素との間における画素データ
の差分絶対値が得られる。
【０１４８】
　これにより、メモリ部１２２では、参照フレームの各画素毎に、その画素データと探索
フレームの複数の探索位置の画素データとの差分絶対値が生成される。ここで、１フレー
ムの画像サイズがＷ×Ｈ画素であり、また探索範囲が、水平方向にｓｗ画素（＋ｘａ～－
ｘｂ）、垂直方向にｓｈ画素（＋ｙａ～－ｙｂ）であるとき、参照フレームのＷ×Ｈ画素
の各画素毎に、その画素データと探索フレームのｓｗ×ｓｈ個の探索位置の画素データと
の差分絶対値が生成される（図１３参照）。
【０１４９】
　なお、活性化されるワード線ＷＬに対応した複数のメモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂ
のメモリセルＭＬに記憶されている各１ライン分の画素データは、ワード線ＷＬの活性化
の前にキャッシュメモリ１２２ｃ，１２２ｄ（図６参照）に待避される。そして、上述し
たように、Ａ／Ｄコンバータ５３から１ライン分の差分絶対値が得られた後に、このキャ
ッシュメモリ１２２ｃ，１２２ｄの記憶データを用いて、破壊された複数のメモリセルＭ
Ｌの記憶データが元に戻される。
【０１５０】
　メモリ部１２２で生成される差分絶対値は差分絶対値保持部に１２４に供給されて保持
される。この差分絶対値保持部１２４は、メモリブロック６０で構成されている（図１６
参照）。そして、そのメモリセルアレイ７０は、１フレームの画像サイズがＷ×Ｈ画素で
あり、また探索範囲が、水平方向にｓｗ画素、垂直方向にｓｈ画素であるとき、少なくと
もカラム方向にｓｗ×ｓｈ個、ロウ方向にＷ×Ｈ個のユニットＡが配置された構造とされ
る（図１７参照）。
【０１５１】
　このメモリセルアレイ７０は、図１８に示すように、ロウ方向の各ユニットＡの位置が
、参照フレームのＷ×Ｈ個の画素位置に対応したものとされ、カラム方向の各ユニットＡ
の位置が、探索フレームのｓｗ×ｓｈ個の探索位置に対応したものとされる。このメモリ
セルアレイ２０の各ユニットＡには、対応する差分絶対値が保持される（図１８参照）。
【０１５２】
　メモリセルアレイ７０の、所定の参照ブロックのｂｗ×ｂｈ個の画素位置に対応したロ
ウ方向のユニットＡに係る複数のワード線ＷＬが同時に活性化されることで、各ビット線
ＢＬ上で、それぞれ、活性化されたｂｗ×ｂｈ個のユニットＡに係る複数のワード線ＷＬ
に接続された複数のメモリセルＭＬのキャパシタＣの蓄積電荷が結合される。
【０１５３】
　この状態で、カラムアドレスデコーダ５１には、アドレスバッファ５２を介してカラム
アドレスが入力される。カラムアドレスデコーダ５１は、このカラムアドレスに対応して
、メモリセルアレイ７０のカラム方向の所定のメモリセルＭＬに接続される１つのビット
線ＢＬとの接続を確保する。これにより、カラムアドレスデコーダ５１からは、接続が確
保されたビット線ＢＬ上に得られた電荷総量に対応した値の電圧信号が出力される。その
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ため、Ａ／Ｄコンバータ５３からは、その接続が確保されたビット線ＢＬ上に得られた電
荷総量に対応した値のデジタル信号が得られる。
【０１５４】
　このデジタル信号は、各ビット線ＢＬ上に得られる電荷総量が、所定の参照ブロックと
この所定の参照ブロックに対応した探索フレームの探索範囲内の所定の候補ブロックとの
間のｂｗ×ｂｈ個の差分絶対値の加算結果に対応したものとなることから、その加算結果
を示す差分絶対値和となる。
【０１５５】
　この場合、カラムアドレスデコーダ５１で接続を確保する１つのビット線ＢＬを順次変
更することで、Ａ／Ｄコンバータ５３から、所定の参照ブロックとこの所定の参照ブロッ
クに対応した探索フレームの探索範囲内のｓｗ×ｓｈ個の候補ブロックのそれぞれとの間
の差分絶対値和が順次得られる。また、メモリセルアレイ７０の、活性化すべきｂｗ×ｂ
ｈ個の画素位置に対応したロウ方向のユニットＡに係る複数のワード線ＷＬを、他の参照
ブロックに対応したものとすることで、他の参照ブロックに係る差分絶対値和が得られる
。
【０１５６】
　これにより、差分絶対値保持部１２４では、参照フレームの各参照ブロック毎に、この
参照ブロックとこの参照ブロックに対応した探索フレームの探索範囲内のｓｗ×ｓｈ個の
候補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和が生成される。
【０１５７】
　この参照ブロック毎のそれぞれ複数の差分絶対値和は、差分絶対値和保持部１２５に供
給されて保持される。そして、最小値判定部１２６は、参照ブロック毎に、このように差
分絶対値和保持部１２５に保持された複数の差分絶対値和に基づき、最小の差分絶対値和
を発生する候補ブロックの位置を動きベクトルとして検出する。このように検出される動
きベクトルは動きベクトル保持部１２７に保持される。
【０１５８】
　そして、動きベクトル保持部１２７に保持された各参照ブロックに対応した動きベクト
ルは順次読み出される。そして、読み出された動きベクトルＭＶが出力端子１２８に出力
される。このように出力される動きベクトルＭＶは、上述した動き補償回路１１０（図１
参照）に供給され、動き補償処理に用いられる。
【０１５９】
　図２１のフローチャートは、上述した動きベクトル検出回路１１１における動きベクト
ルＭＶの検出処理の手順を示している。
　まず、ステップＳＴ１で、処理を開始し、ステップＳＴ２で、メモリ部１２２の参照フ
レームメモリ部１２２ａに記憶されている画像信号Ｄｉを読み出し、２の補数変換部１２
３によってストレートバイナリ形式のデータから２の補数形式のデータに変換し、その後
に探索フレームの画像信号としてメモリ部１２２の探索フレームメモリ部１２２ｂに書き
込む。また、ステップＳＴ３で、入力端子１２１から参照フレームの画像信号Ｄｉを入力
し、この画像信号をメモリ部１２２の参照フレームメモリ１２２ａに書き込む。
【０１６０】
　次に、ステップＳＴ４で、フレームメモリ部１２２ａ，１２２ｂに対応したメモリセル
アレイ部２０ａ，２０ｂの各１ラインの画素データに係る複数のワード線ＷＬを同時に活
性化するために、その各１ラインの画素データ（参照ラインデータ、探索ラインデータ）
をメモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂから読み出し、キャッシュメモリ１２２ｃ，１２２
ｄに待避する。
【０１６１】
　次に、メモリセルアレイ部２０ａ，２０ｂの各１ラインの画素データに係る複数のワー
ド線ＷＬを同時に活性化し、参照ラインデータおよび探索ラインデータ）を同時に読み出
し、１ライン分の差分絶対値を得て、差分絶対値保持部１２４に保持する。そして、ステ
ップＳＴ６で、キャッシュメモリ１２２ｃに待避していた参照ラインデータを参照フレー
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ムメモリ部１２２ａに書き戻す。また、ステップＳＴ７で、キャッシュメモリ１２２ｄに
待避していた探索ラインデータを、その記憶位置を水平方向（列方向）に移動して、探索
フレームメモリ部１２２ｂに書き戻す。
【０１６２】
　そして、ステップＳＴ８で、対象となっている参照ラインデータと探索範囲に対応した
全ての探索ラインデータとの差分絶対値を得る処理が終了したか否かを判定する。なお、
１つの参照ラインデータに関しては、最終的にｓｗ×ｓｈライン分の差分絶対値を生成す
る必要がある（図１３参照）。処理を終了していないときは、ステップＳＴ４に戻って、
対象となっている参照ラインデータと、次の探索ラインデータとの差分絶対値を得る処理
に移る。
【０１６３】
　ステップＳＴ８で、処理を終了したときは、ステップＳＴ９に進む。ステップＳＴ９で
は、全ての参照ラインデータにおける差分絶対値を得る処理が終了したか否かを判定する
。終了をしていないときは、ステップＳＴ４に戻って、次の参照ラインデータにおける差
分絶対値を得る処理に移る。
【０１６４】
　ステップＳＴ９で、処理を終了したときは、ステップＳＴ１０に移る。このステップＳ
Ｔ１０では、差分絶対値保持部１２４から、対象となっている参照ブロックに関して、こ
の参照ブロックとその探索範囲内の各候補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を順
次得て、差分絶対値和保持部１２５に保持する。
【０１６５】
　次に、ステップＳＴ１１で、差分絶対値和保持部１２５に保持された、対象となってい
る参照ブロックに関する複数の差分絶対値和に基づき、最小の差分絶対値和を発生する候
補ブロックの位置を動きベクトルとして検出する。そして、ステップＳＴ１２で、この検
出された動きベクトルを動きベクトル保持部１２７に保持する。
【０１６６】
　次に、ステップＳＴ１３で、参照フレームの全参照ブロックでの上述した動きベクトル
の検出処理が終了したか否かを判定する。終了していないときは、ステップＳＴ１０に戻
って、次の参照ブロックに対応した動きベクトルを検出する処理に移る。一方、終了した
ときは、ステップＳＴ１４で、動きベクトル保持部１２７に保持された各参照ブロックに
対応した動きベクトルＭＶを順次出力し、ステップＳＴ１５で処理を終了する。
【０１６７】
　このように、本実施の形態においては、メモリ部１２２で、参照フレームの各画素毎に
、その画素データと探索フレームの複数の探索位置の画素データとの差分絶対値を生成す
る。このメモリ部１２２は、参照フレームの画素データをビット線ＢＬが延びる方向に並
ぶ複数のメモリセルＭＬからなるユニットＡにストレートバイナリの形式で記憶し、探索
フレームの画素データをビット線ＢＬが延びる方向に並ぶ複数のメモリセルＭＬからなる
ユニットＢに２の補数の形式で記憶しておき、これら参照フレーム、探索フレームの画素
データに係るワード線ＷＬを同時に活性化し、この複数のワード線ＷＬに接続された複数
のメモリセルＭＬのキャパシタＣの蓄積電荷を１つのビット線ＢＬ上で結合し、その電荷
総量に対応した値のデジタル信号を差分絶対値として得るものである。
【０１６８】
　したがって、参照フレーム、探索フレームの画素データの差分絶対値を得る処理が画素
データの読み出しと同時に行われるものであり、差分絶対値を高速に得ることができる。
また、減算器、絶対値化回路を別個に必要とするものではなく、安価に構成することがで
きる。
【０１６９】
　また、本実施の形態においては、差分絶対値保持部１２４で、参照フレームの各参照ブ
ロック毎に、この参照ブロックとこの参照ブロックに対応した探索フレームの探索範囲内
の複数の候補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を生成する。この差分絶対値保持
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部１２４は、ビット線ＢＬが延びる方向に並ぶ複数のメモリセルＭＬからなるユニットＡ
のそれぞれに差分絶対値を記憶しておき、複数の差分絶対値に係るワード線ＷＬを同時に
活性化し、この複数のワード線ＷＬに接続された複数のメモリセルＭＬのキャパシタＣの
蓄積電荷を１つのビット線ＢＬ上で結合し、その電荷総量に対応した値のデジタル信号を
差分絶対値和として得るものである。したがって、複数の差分絶対値の加算が差分絶対値
の読み出しと同時に行われるものであり、差分絶対値和を高速に得ることができる。また
、加算器を別個に必要とするものではなく、安価に構成することができる。
【０１７０】
　また、本実施の形態においては、メモリ部１２２で、参照フレームの各画素毎に、その
画素データと探索フレームの複数の探索位置の画素データとの差分絶対値を生成し、次に
差分絶対値保持部１２４で、この生成された差分絶対値を用いて、参照フレームの各参照
ブロック毎に、この参照ブロックとこの参照ブロックに対応した探索フレームの探索範囲
内の複数の候補ブロックのそれぞれとの間の差分絶対値和を生成し、そして参照フレーム
の各参照ブロック毎に、生成された複数の差分絶対値和に基づいて、この参照ブロックに
対応した動きベクトルを検出するものである。したがって、動きベクトルの検出を高速に
、かつ安価に行い得るようになる。
【０１７１】
　なお、上述実施の形態においては、メモリセルアレイ２０，７０のメモリセルＭＬがＤ
ＲＡＭ構造であるものを示したが、この発明はこれに限定されるものではない。要は、１
つのビット線上で、活性化された複数のワード線に接続された複数のメモリセルのキャパ
シタの蓄積電荷を結合し得るものであればよい。
【０１７２】
　また、上述実施の形態においては、動きベクトル検出に適用したものであり、第１のフ
レームが参照フレーム、第２のフレームが探索フレームであるものを示したが、この発明
はこれに限定されるものではない。
【０１７３】
　また、上述実施の形態においては、８個または９個のメモリセルＭＬで１つのデータを
記憶するユニットＡあるいはユニットＢが構成されるものを示したが、ユニットＡあるい
はユニットＢを構成するメモリセルＭＬの個数はこれに限定されるものではない。
【０１７４】
　上述実施の形態では、各ビットのデータを記憶するメモリセルＭＬのキャパシタＣの容
量を、そのビットの重みに対応した大きさにすることで、８ビットのデータを記憶するユ
ニットＡを８個のメモリセルＭＬのみで構成可能としている。しかし、メモリセルＭＬの
キャパシタＣの容量が全て同じであるとした場合、２５６階調の電荷量の蓄積を可能とす
る必要があることから、２8－１個のメモリセルＭＬでユニットＡを構成できる。これは
、ユニットＢにおいても、同様である。
【０１７５】
　また、例えば８ビットのデータを記憶するユニットＡは、８個のメモリセルＭＬではな
く、これより少ないメモリセルＭＬで構成することもできる。例えばユニットＡを４個の
メモリセルＭＬで構成することもできる。その場合、各メモリセルＭＬのキャパシタＣに
は、それぞれ２ビット分の電荷が蓄積される。
【０１７６】
　例えば、８ビットのデータが「１００００１０１」である場合、ＬＳＢ側から、１番目
のメモリセルＭＬには「０１」、つまり１０進数で「１」に相当する電荷量の電荷を蓄積
し、２番目のメモリセルＭＬには「０１００」、つまり１０進数で「４」に相当する電荷
量の電荷を蓄積し、３番目のメモリセルＭＬには「００００００」、つまり１０進数で「
０」に相当する電荷量の電荷を蓄積し、４番目のメモリセルＭＬには「１０００００００
」、つまり１０進数で「１２８」に相当する電荷量の電荷を蓄積すればよい。この場合、
４個のメモリセルＭＬのキャパシタＣの容量は、１番目のメモリセルＭＬのキャパシタＣ
の容量をｐとした場合、２番目は４ｐ、３番目は１６ｐ、４番目は６４ｐとすればよい。



(28) JP 4543307 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

【０１７７】
　また、上述実施の形態においては、各ユニットＡに２進データを記憶するものを示した
が、各ユニットＡのメモリセルＭＬにｎ進の各桁のデータを記憶すれば、ｎ進の演算を行
うこともできる。この場合、各ユニットＡのメモリセルＭＬのキャパシタＣに、該当する
桁の値に応じた電荷量を蓄積することでデータの記憶が可能となる。
【０１７８】
　例えば、１０進数で「２３５」のデータを記憶する場合、１の桁を記憶するメモリセル
ＭＬのキャパシタＣには、「５」に相当する電荷量の電荷を蓄積し、１０の桁を記憶する
メモリセルＭＬのキャパシタＣには、「３×１０」に相当する電荷量の電荷を蓄積し、１
００の桁を記憶するメモリセルＭＬのキャパシタＣには、「２×１００」に相当する電荷
量の電荷を蓄積すればよい。勿論、各桁に対応したメモリセルＭＬのキャパシタＣは、そ
れぞれの桁の最大蓄積電荷量を蓄積できるだけの容量を持つことが必要となる。
【産業上の利用可能性】
【０１７９】
　この発明は、第１、第２のフレームの画素データの差分データを高速に、かつ安価に得
ることができ、また複数のデータの加算データを高速に、かつ安価に得ることができるも
のであり、例えばブロックマッチング法によって動きベクトルを検出する用途に適用でき
る。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】実施の形態としての動き補償予測符号化装置の構成を示すブロック図である。
【図２】ブロックマッチング法を説明するための図である。
【図３】ブロックマッチング法を説明するための図である。
【図４】ブロックマッチング法を説明するための図である。
【図５】ブロックマッチング法を説明するための図である。
【図６】動きベクトル検出回路の構成を示すブロック図である。
【図７】メモリブロックの構成例を示すブロック図である。
【図８】メモリセルアレイの構成を説明するための図である。
【図９】メモリセルアレイを構成するユニットの構成を示す図である。
【図１０】減算演算の具体例を説明するための図である。
【図１１】ビット線電荷総量と出力値との関係（減算の場合、絶対値変換あり）を示す図
である。
【図１２】ビット線電荷総量と出力値との関係（減算の場合、絶対値変換なし）を示す図
である。
【図１３】生成される差分絶対値を説明するための図である。
【図１４】差分計算処理を説明するための図である。
【図１５】差分計算処理を説明するための図である。
【図１６】メモリブロックの構成例を示すブロック図である。
【図１７】メモリセルアレイの構成を説明するための図である。
【図１８】メモリセルアレイの構成を説明するための図である。
【図１９】加算演算の具体例を説明するための図である。
【図２０】ビット線電荷総量と出力値との関係（加算の場合）を示す図である。
【図２１】動きベクトル検出の処理手順を示すフローチャートである。
【図２２】従来の動きベクトル検出回路の構成を示すブロック図である。
【図２３】従来の動きベクトル検出の処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１８１】
　１０，６０・・・メモリブロック、２０，７０・・・メモリセルアレイ、２０ａ，２０
ｂ・・・メモリセルアレイ部、３０・・・記憶データ入出力用ポート、４０・・・ロウア
ドレスデコーダ、５０・・・演算データ出力用ポート、８０・・・制御回路、１００・・
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・動き補償予測符号化装置、１０１・・・入力端子、１０２・・・減算器、１０３・・・
ＤＣＴ回路、１０４・・・量子化回路、１０５・・・出力端子、１０６・・・逆量子化回
路、１０８・・・加算器、１０９・・・フレームメモリ、１１０・・・動き補償回路、１
１１・・・動きベクトル検出回路、１２１・・・入力端子、１２２・・・メモリ部、１２
２ａ・・・参照フレームメモリ部、１２２ｂ・・・探索フレームメモリ部、１２２ｃ，１
２２ｄ・・・キャッシュメモリ、１２３・・・２の補数変換部、１２４・・・差分絶対値
保持部、１２５・・・差分絶対値和保持部、１２６・・・最小値判定部、１２７・・・動
きベクトル保持部、１２８・・・出力端子

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２３】
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